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FIG 1 ,/101

(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic lighting
device comprising: - an optoelectronic semiconductor chip that has a
top face and an opposite bottom face; - a succession of
semiconductor layers is formed between the top face and the bottom
face; - the succession of semiconductor layers includes an active zone
for generating electromagnetic radiation; - a barrier for a joining
material is formed on the top face or on the bottom face, said joining
material being in a free-flowing state as a result of the semiconductor
chip being integrally bonded to a substrate.

(57) Zusammenfassung: Die  Erfindung  betrifft  eine
optoelektronische ~ Leuchtvorrichtung, umfassend: -  einen
optoelektronischen Halbleiterchip, - der eine Oberseite und eine der
Oberseite gegeniiberliegende Unterseite autweist, - wobei zwischen
der Oberseite und der Unterseite eine Halbleiterschichtenfolge
gebildet ist, - wobei die Halbleiterschichtenfolge eine aktive Zone zur
Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung umfasst, - wobei an
einer der Oberseite und der Unterseite eine Spetrre tiir einenaufgrund
eines stoffschliissigen Verbindens des Halbleiterchips mit einem
Tréger flieBenden Verbindungswerkstoftgebildet ist.
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OPTOELEKTRONISCHE LEUCHTVORRICHTUNG, TRAGER FUR EINEN
OPTOELEKTRONISCHEN HALBLEITERCHIP UND OPTOELEKTRONISCHES
LEUCHTSYSTEM

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft eine optoelektronische Leuchtvorrich-
tung sowie ein Verfahren zum Herstellen einer optoelektroni-
schen Leuchtvorrichtung. Die Erfindung betrifft ferner einen
Trager fiir einen optoelektronischen Halbleiterchip sowie ein
Verfahren zum Herstellen eines Tradgers fiir einen optoelektro-
nischen Halbleiterchip. Die Erfindung betrifft des Weiteren

ein optoelektronisches Leuchtsystem.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2016 103 862.8, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Ein optoelektronischer Halbleiterchip als solcher ist zum
Beispiel aus der Offenlegungsschrift DE 10 2014 107 385 Al
bekannt.

In der Regel werden optoelektronische Halbleiterchips auf ei-
nen Trager geldtet. Beim Loten kann es passieren, dass flis-
siges Lot an einer Halbleiterchipseitenflidche hochflieBt oder
hochkriecht und dann zum Beispiel einen p-n-Ubergang kurz-
schlielRt.

Dies gilt analog fir den Fall, wenn ein optoelektronischer
Halbleiterchip auf einen Trager geklebt wird. Auch hier kann
beim Kleben Klebstoff an einer Halbleiterchipseitenflédche
hochflielen oder hochkriechen und dann zum BReispiel, wenn der
Klebstoff elektrisch leitfidhig ist, einen p-n-Ubergang kurz-

schlielen.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe ist darin zu se-

hen, ein effizientes Konzept zum effizienten stoffschliissigen
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Verbinden eines optoelektronischen Halbleiterchips mit einem

Trager bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird mittels des jeweiligen Gegenstands der un-
abhdangigen Anspriiche geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung sind Gegenstand von jeweils abhadngigen Unteransprii-

chen.

Nach einem Aspekt wird eine optoelektronische Leuchtvorrich-

tung bereitgestellt, umfassend:

— einen optoelektronischen Halbleiterchip,

— der eine Oberseite und eine der Oberseite gegenliberliegen-
de Unterseite aufweist,

— wobei zwischen der Oberseite und der Unterseite eine Halb-
leiterschichtenfolge gebildet ist,

— wobei die Halbleiterschichtenfolge eine aktive Zone zur
Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung umfasst,

— wobei an einer der QOberseite und der Unterseite eine Sper-
re fir einen aufgrund eines stoffschliissigen Verbindens
des Halbleiterchips mit einem Trager flieBenden Verbin-

dungswerkstoff gebildet ist.

Nach einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren zum Herstellen
einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung bereitgestellt,
umfassend die folgenden Schritte:

— Bereitstellen eines optoelektronischen Halbleiterchips,
der eine Oberseite und eine der Oberseite gegenilberliegen-
de Unterseite aufweist, wobeil zwischen der Oberseite und
der Unterseite eine Halbleiterschichtenfolge gebildet ist,
wobei die Halbleiterschichtenfolge eine aktive Zone zur
Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung umfasst,

— Bilden an einer der Oberseite und der Unterseite einer
Sperre fir einen aufgrund eines stoffschlissigen Verbin-
dens des Halbleiterchips mit einem Trager flieBenden Ver-

bindungswerkstoff.

Gemdl einem weiteren Aspekt wird ein Trager fiir einen opto-

elektronischen Halbleiterchip bereitgestellt, umfassend:
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— einen eine Montageseite aufweisenden Grundkérper,
— wobei an der Montageseite eine Sperre fiir einen aufgrund
eines stoffschliissigen Verbindens des Halbleiterchips mit

dem Trager flieBenden Verbindungswerkstoff gebildet ist.

Nach einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren zum Herstellen
eines Tragers fir einen optoelektronischen Halbleiterchip be-
reitgestellt, wobei das Verfahren die folgenden Schritte um-
fasst:

— Bereitstellen eines eine Montageseite aufweisenden Grund-
korpers,

— Bilden einer Sperre an der Montageseite des Grundkdrpers
fiir einen aufgrund eines stoffschliissigen Verbindens des
Halbleiterchips mit dem Trager flieBenden Verbindungswerk-
stoff.

Nach noch einem Aspekt wird ein optoelektronisches Leuchtsys-

tem bereitgestellt, umfassend:

— eine optoelektronische Leuchtvorrichtung, wobei die
Leuchtvorrichtung

— einen optoelektronischen Halbleiterchip umfasst,

— der eine Oberseite und eine der Oberseite gegenliberliegen-
de Unterseite aufweist, wobeil zwischen der Oberseite und
der Unterseite eine Halbleiterschichtenfolge gebildet ist,
wobei die Halbleiterschichtenfolge eine aktive Zone zur
Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung umfasst, und

— einen Trager, der einen eine Montageseite aufweisenden
Grundkorper umfasst,

— wobei die Leuchtvorrichtung gemdl der erfindungsgemilien
Leuchtvorrichtung ausgebildet ist und/oder

— wobei der Trager gemall dem erfindungsgemidlien Tradger ausge-
bildet ist,

— wobei der Halbleiterchip mit einer der Oberseite und der
Unterseite mit der Montageseite mittels eines Verbindungs-

werkstoffs stoffschliissig verbunden ist.

Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass die obige Auf-

gabe durch das Vorsehen einer Sperre fiir den flieBenden Ver-
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bindungswerkstoff geldst werden kann. Die Sperre wirkt wie
ein Damm. Die Sperre kann auch als eine Verbindungswerk-

stoffsperre bezeichnet werden.

Die vorstehend respektive nachstehend verwendete Formulierung
»€iner der Oberseite und der Unterseite™ bedeutet insbesonde-
re ,der Oberseite oder der Unterseite™. Die Formulierung ,an
einer der Oberseite und der Unterseite™ kann somit insbeson-
dere auch durch die Formulierung ,an der Oberseite oder an
der Unterseite™ ersetzt werden. Das heilBt also, dass die
Sperre beispielsweise an der Oberseite oder an der Unterseite
gebildet ist. Die Formulierung ,mit einer der Oberseite und
der Unterseite™ kann somit insbesondere auch durch die Formu-
lierung ,mit der Oberseite oder mit der Unterseite™ ersetzt

werden.

Die Sperre bildet insbesondere eine Erhebung relativ zur
Oberseite respektive Unterseite. Die Sperre ist also relativ
zur Oberseite respektive Unterseite erhaben zur Oberseite
respektive Unterseite ausgebildet. Das heiBt also insbesonde-
re, dass an der Oberseite respektive Unterseite eine oder
mehrere Erhebungen, die Sperre, ausgebildet respektive gebil-
det sind.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass der Verbin-
dungswerkstoff ein Lot ist oder ein Lot umfasst. Die Sperre
kann dann zum Beispiel auch als eine Lotsperre bezeichnet
werden. Das stoffschliissige Verbinden umfasst somit nach ei-
ner Ausfiihrungsform ein Ldten oder ist nach einer Ausfiih-

rungsform ein L&ten.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass der Verbin-
dungswerkstoff ein Klebstoff ist oder einen Klebstoff um-
fasst. Der Klebstoff ist zum Beispiel ein elektrisch leitfa-
higer Klebstoff. Die Sperre kann dann zum Beispiel auch als
eine Klebstoffsperre bezeichnet werden. Das stoffschliissige
Verbinden umfasst somit nach einer Ausfihrungsform ein Kleben

oder ist nach einer Ausfihrungsform ein Kleben.
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Wenn im Folgenden von einer Lotsperre respektive einem Lot
respektive einem Loten geschrieben wird, so sollen stets der
allgemeine Fall des Verbindungswerkstoffs und der speziellere
Fall des Klebstoffs mitgelesen werden. Das heillt, dass nach
weiteren Ausfiihrungsformen alternativ oder zusadtzlich zu ei-
nem Lot in den nachfolgend beschriebenen Ausfiihrungsformen

Klebstoff verwendet wird respektive ist.

Die Lotsperre bildet also eine Sperre, die auch als Damm be-
zeichnet werden kann, fir das aufgrund des Lotens des Halb-
leiterchips auf einen Tradger flieBende Lot. Die Sperre wirkt

also wie ein Damm.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass ein Herausflielen des Lots oder allgemein des Verbin-
dungswerkstoffs unter der der Montageseite zugewandten Seite
(also entweder die Oberseite oder die Unterseite) des opto-
elektronischen Halbleiterchips aufgrund des Létens allgemein
des stoffschliissigen Verbindens vermindert oder sogar verhin-
dert werden kann. Dadurch wird also der technische Vorteil
bewirkt, dass ein optoelektronischer Halbleiterchip effizient
auf einen Tréadger geldtet oder allgemein effizient mit einem

Trager stoffschliissig verbunden werden kann.

Insbesondere kann somit ein Risiko eines Kurzschlusses bei
einem p-n-Ubergang aufgrund eines HochflieBens oder Hochkrie-
chens des Lots verringert oder sogar ausgeschlossen werden.
Das heilt also ferner, dass dadurch der technische Vorteil
bewirkt werden kann, dass Nebenschliisse an der Halbleiter-
chipkante vermieden werden konnen. Insbesondere kann dadurch

eine Ausbeute (ein sogenannter ,Yield“) gesteigert werden.

Zusatzlich wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass ein potentielles Alterungsrisiko ausgeschaltet wird, da
die Nebenschliisse an der Halbleiterchipkante teilweise auch
erst wahrend eines Betriebs des Halbleiterchips auftreten

kdnnen.
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Die Lotsperre oder allgemein die Sperre wirkt insbesondere
ferner in vorteilhafter Weise in effizienter Weise als ein
Abstandshalter, so dass der Halbleiterchip nicht beliebig nah
auf den Trager gesetzt werden kann. Das heiBt, dass die Lot-
sperre oder Sperre einen Minimalabstand zwischen der der Mon-
tageseite zugewandten Seite (Ober- oder Unterseite) des Halb-
leiterchips und der Montageseite vorgibt. Das heilt, dass die
Lotsperre oder Sperre einen minimal bendtigen Abstand flir das
Anordnen des Halbleiterchips auf die Montageseite automatisch
vorgibt. Dadurch wird also insbesondere in vorteilhafter Wei-
se ein Prozessfenster vergroéBert, da die Halbleiterchips mit
unterschiedlichstem Anpressdruck aufgeldtet (oder allgemein
beim stoffschliissigen Verbinden aufgepresst) werden kénnen,
insofern die Lotsperre oder Sperre den minimal bendtigten Ab-
stand automatisch vorgibt. Ein zu kraftiges Anpressen fiihrt
ferner nicht dazu, dass fliissiges Lot oder fliissiger Verbin-
dungswerkstoff unter der Oberseite bzw. unter der Unterseite
herausgepresst wird. Denn selbst bei einem zu kradftigen An-
pressen bleibt der Abstand aufgrund der als Abstandshalter

wirkenden Sperre konstant.

Ferner ergibt sich durch den definierten Abstand zwischen
Halbleiterchip und Tradger insbesondere eine engere Produkti-

onsverteilung eines thermischen Widerstands.

Die Formulierung ,an einer der Oberseite und der Unterseite
des Halbleiterchips™ bedeutet also insbesondere, dass die
Lotsperre an der Oberseite oder an der Unterseite gebildet

ist.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Sperre,
insbesondere die Lotsperre, eine oder mehrere Wande umfasst,
so dass mittels der einen oder der mehreren Wande und der ei-
nen der Oberseite und der Unterseite zumindest eine, insbe-
sondere mehrere, zumindest teilweise, insbesondere vollstan-

dig, seitlich geschlossene Wanne (n) zum Aufnehmen des flie-
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Benden Verbindungswerkstoffs, insbesondere des Lots und/oder
des Klebstoffs, gebildet ist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass der flieRende Verbindungswerkstoff effizient aufgenommen
werden kann, so dass hieriiber effizient verhindert werden
kann, dass der flieRende Verbindungswerkstoff lber die Chip-
kante hinausflieBt und an Seitenflachen des Halbleiterchips
hochflielt oder hochkriecht und so gegebenenfalls einen p-n-

Ubergang kurzschlieRen kénnte.

Die Formulierung "zumindest teilweise seitlich geschlossen”
umfasst insbesondere, dass ein oder mehrere Wannen vollstan-
dig seitlich geschlossen sind. Das heiBt, dass die mehreren
Wande oder die eine Wand jeweils eine oder mehrere in sich

geschlossene Wannen bilden oder formen.

Nach einer weiteren Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass zwei
Wannen gebildet sind, wobei innerhalb der zwei Wannen jeweils
ein elektrischer Kontakt fiir eine elektrische Kontaktierung
des Halbleiterchips angeordnet ist, wobei die zwei Wannen
voneinander durch eine oder mehrere geschlossene Wande abge-
trennt sind, um ein Ausbilden eines Nebenschlusses durch den
flieBenden Verbindungswerkstoff zwischen den zwei elektri-

schen Kontakten zu verhindern.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass effizient verhindert werden kann, dass sich aufgrund des
flieRBenden Verbindungswerkstoffs ein Nebenschluss zwischen
den zweil elektrischen Kontakten ausbildet. Denn durch die
zwel voneinander vollstdndig abgetrennten Wannen kann kein
Verbindungswerkstoff mehr von der einen zur anderen Wanne

flieBen und einen Nebenschluss ausbilden.

Die beiden elektrischen Kontaktierungen sind zum Beispiel ein

p-Kontakt und ein n-Kontakt.
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Nach einer weiteren Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die
Sperre, insbesondere die Lotsperre, zumindest teilweise, ins-
besondere vollstandig, mittels der Halbleiterschichtenfolge
gebildet ist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass die Sperre effizient gebildet werden kann. Insbesondere
ist es vorgesehen, dass wahrend des Bildens der Halbleiter-
schichtenfolge die Sperre gleich mitgebildet wird. Zum Bei-
spiel ist vorgesehen, dass die Halbleiterschichtenfolge bear-
beitet wird derart, dass die bearbeitete Halbleiterschichten-
folge zumindest teilweise integral eine Sperre aufweist. Das
heiRt, dass die Sperre zumindest teilweise, insbesondere
vollstandig, mittels einer oder mehrerer Halbleiterschichten

der Halbleiterschichtenfolge gebildet ist respektive wird.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass an der einen
der Oberseite und der Unterseite Verbindungswerkstoff, insbe-

sondere Lot und/oder Klebstoff, angeordnet ist.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass an der einen
der Oberseite und der Unterseite Verbindungswerkstoff, insbe-
sondere Lot und/oder Klebstoff, angeordnet ist, welches mit

einer Gold umfassenden Deckschicht versehen ist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass durch das Vorsehen der Gold umfassenden Deckschicht ein
Aufoxidieren des Verbindungswerkstoffs, insbesondere des Lots
und/oder des Klebstoffs, effizient verhindert werden kann.
Das heiBt, dass der aufgebrachte Verbindungswerkstoff durch

die Gold umfassende Deckschicht geschiitzt ist.

Die Deckschicht umfasst zum Beispiel eine Goldlegierung.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halb-

leiterchip ein Laser ist.
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Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Laser ei-
nen Stegwellenleiter umfasst. Ein Stegwellenleiter kann auch
als ein "Ridge" bezeichnet werden. Der Stegwellenleiter ist

beispielsweise an der Unterseite respektive QOberseite des La-

sers gebildet.

Die Sperre ist beispielsweise an der gleichen Seite gebildet

wie der Stegwellenleiter.

In einer Ausfiihrungsform ist die Sperre hoher als der Steg-
wellenleiter. Die Sperre lUberragt also insbesondere den Steg-
wellenleiter. Die Sperre ist also insbesondere den Stegwel-
lenleiter Uberragend ausgebildet. Das heillt also beispiels-
weise, dass der Stegwellenleiter eine erste Hohe relativ zur
Oberseite respektive Unterseite des Halbleiterchips aufweist.
Das heiBt also beispielsweise, dass die Sperre eine zweite
Hohe relativ zur Oberseite respektive Unterseite des Halb-
leiterchips aufweist. Die zweite HOhe ist insbesondere aus-

schlieRlich groBer als die erste Hohe.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halb-
leiterchip ein Laser ist, wobei die Sperre an der HR-Seite

des Lasers offen ausgebildet ist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass der Verbindungswerkstoff bevorzugt tber die offene Sei-
te, also Uber die HR-Seite, herausflieBen kann und nicht iber
die AR-Seite des Lasers, was gegebenenfalls eine Abstrahlcha-
rakteristik des Lasers stdren kénnte. ,ARY™ steht flur ,Anti
Reflection™ und ist die niedriger verspiegelte Auskoppelfa-
cette des Lasers. ,HR™ steht fir ,High Reflection™ und ist
die hochreflektierende Rluckfacette des Lasers. Die AR-Seite
ist also die Auskoppelfacette des Lasers. Die HR-Seite des
Lasers ist also der Auskoppelfacette des Lasers gegenilberlie-
gend angeordnet. Die Auskoppelfacette ist also insbesondere
weniger verspiegelt als die HR-Seite. Das heiBt also insbe-

sondere, dass die Auskoppelfacette die sich innerhalb des La-
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sers aufbauende Laserstrahlung weniger stark reflektiert als
die HR-Seite.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Sperre an

der AR-Seite des Lasers geschlossen ausgebildet ist.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Sperre,
insbesondere die Lotsperre, eine oder mehrere Liicken zum Ent-
weichen von Luft beim stoffschliissigen Verbinden, insbesonde-

re beim Ldoten und/oder Kleben, aufweist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass Luft beim stoffschliissigen Verbinden effizient entwei-
chen, insbesondere seitlich entweichen, kann. Selbst eine
Sperre, die Licken aufweist, verhindert dennoch weiterhin in
effizienter Weise als Abstandshalter, dass Verbindungswerk-
stoff unter dem Halbleiterchip herausgedriickt werden kann,
insofern der Halbleiterchip ohne Sperre mit einem zu hohen
Anpressdruck auf die Montagefldche gepresst werden kdnnte,
was zu einem Herausdricken des flissigen Verbindungswerk-

stoffs fihren konnte.

Selbst eine Licken aufweisende Sperre verhindert zumindest
teilweise ein HochflieRen des Verbindungswerkstoffs. Eine
solche Sperre wirkt somit zumindest teilweise immer noch als

Damm.

Zudem kann dadurch in vorteilhafter Weise liberschiissiges Lot
oder allgemein lberschiissiger Verbindungswerkstoff an geziel-
ten Stellen abgefithrt werden, welche insbesondere so ausge-
bildet sind, dass keine Gefahr eines Kurzschlusses besteht.
Ein entsprechender Vorteil ist zum Beispiel, dass ein Lotdi-
cke (Verbindungswerkstoffdicke) und Tiefe der Lotsperre (Tie-
fe der Sperre) nicht exakt aufeinander abgestimmt sein mis-
sen, was leichter und/oder billiger herzustellen ist. Wenn
nachfolgend Ausfihrungsbeispiele umfassend eine Licken auf-
weisende Sperre beschrieben werden, so sollen die vorstehen-

den entsprechenden Vorteile stets mitgelesen werden.
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Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halb-
leiterchip ein einen Stegwellenleiter aufweisender Laser ist,
wobei die Sperre, insbesondere die Lotsperre, beabstandet zum

Stegwellenleiter gebildet ist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass der Stegwellenleiter mechanisch von der Sperre entlastet
wird, wodurch in vorteilhafter Weise eine bessere Alterungs-

stabilitat des Lasers gegeben ist.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass an der einen
der Oberseite und der Unterseite ein oder mehrere Mesagraben
zum Aufnehmen des flieBenden Verbindungswerkstoffs, insbeson-

dere des Lots, gebildet sind.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass ein groéBeres Volumen, das durch die Mesagrédben bereitge-
stellte Volumen, flir einen Verbindungswerkstoffablauf, insbe-

sondere Lotablauf, zur Verfligung gestellt ist.

Nach einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass einer des ei-
nen oder der mehreren Mesagraben von einer ersten Facette des
Halbleiterchips zu einer der ersten Facette gegenlberliegen-
den zweiten Facette verlauft, wobei dieser eine Mesagraben
zwel jeweils an eine der beiden Facetten angrenzende Facet-
tenabschnitte und einen zwischen den beiden Facettenabschnit-
ten verlaufenden Zwischenabschnitt aufweist, wobei eine Tiefe
des Zwischenabschnitts groBer ist als eine Jjeweilige Tiefe

der beiden Facettenabschnitte.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass bezogen auf die Facettenabschnitte mehr Volumen im Zwi-
schenabschnitt flir flieBenden Verbindungswerkstoff zur Verfi-
gung steht, so dass ein Hochkriechen von Verbindungswerk-
stoff, insbesondere Lot und/oder Klebstoff, und damit Kurz-

schliisse verhindert werden koénnen.
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In den Facettenabschnitten ist eine Tiefe relativ zu dem Zwi-
schenabschnitt geringer, so dass eine optimale Qualitdt beim

Facettenbrechen gewdahrleistet werden konnte.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der eine oder

die mehreren Mesagraben gedtzt sind respektive gedtzt werden.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass mehrere als
Laser ausgebildete und einen Laserbarren bildende optoelekt-
ronische Halbleiterchips vorgesehen sind, wobei die jeweilige
der einen der Oberseite und der Unterseite der Halbleiter-
chips eine gemeinsame Unterseite respektive Oberseite des La-

serbarrens bilden.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass der Laserbarren effizient auf einen Trager geldtet wer-

den kann.

Nach einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass mehrere Wan-
nen an der gemeinsamen Unterseite respektive Oberseite des
Laserbarrens gebildet sind, innerhalb welchen jeweils ein

oder mehrere Laser angeordnet sind.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass ein thermisches Ubersprechen zwischen den Lasern abhian-
gig davon, wie viele in einer Wanne angeordnet sind, gezielt

beeinflusst werden kann.

Zum Beispiel ist vorgesehen, dass jeweils drei Laser in einer

Wanne angeordnet sind.

Zum Beispiel ist vorgesehen, dass alle Laser in einer gemein-

samen Wanne angeordnet sind.

Nach einer Ausfiihrungsform ist eine Benetzungsschicht, insbe-
sondere eine metallische Benetzungsschicht, vorgesehen res-
pektive gebildet. Eine solche Benetzungsschicht ist nach ei-

ner Ausfithrungsform auf der einen der Oberseite und der Un-
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terseite des Halbleiterchips aufgebracht oder angeordnet. Ei-
ne solche BRenetzungsschicht ist nach einer Ausfihrungsform

auf der Montageflache aufgebracht oder angeordnet.

Durch das Vorsehen einer solchen Benetzungsschicht wird ins-
besondere der technische Vorteil bewirkt, dass eine verbes-
serte mechanische Stabilitat einer stoffschlissigen Verbin-
dung, insbesondere Létverbindung und/oder eine Klebverbin-
dung, zwischen dem Halbleiterchip und dem Trager erreicht

werden kann.

Anstelle oder zusdtzlich zu einer Benetzungsschicht ist nach
einer Ausfihrungsform ein Kontaktpad vorgesehen. Die sich im
Zusammenhang mit der Benetzungsschicht ergebenden Vorteile

gelten analog fir das Kontaktpad.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halb-

leiterchip ein Leuchtdiodenchip ist.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass das Bilden
der Sperre, insbesondere Lotsperre, ein Bilden einer oder
mehrerer Wande umfasst, so dass mittels der einen oder der
mehreren Wande und der einen der Oberseite und der Unterseite
zumindest eine zumindest teilweise seitlich geschlossene Wan-
ne zum Aufnehmen des flielRenden Verbindungswerkstoffs gebil-
det wird.

Nach einer weiteren Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass zwei
Wannen gebildet werden, wobei innerhalb der zwei Wannen Jje-
weils ein elektrischer Kontakt fiir eine elektrische Kontak-
tierung des Halbleiterchips angeordnet ist, wobei die zwei
Wannen voneinander durch eine oder mehrere geschlossene Wande
abgetrennt sind, um ein Ausbilden eines Nebenschlusses durch
flieBenden Verbindungswerkstoff, insbesondere durch flieBen-
des Lot, zwischen den zweil elektrischen Kontakten zu verhin-

dern.
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Nach einer weiteren Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die
Sperre zumindest teilweise mittels der Halbleiterschichten-

folge gebildet wird.

Zum Beispiel ist vorgesehen, dass die Halbleiterschichtenfol-
ge mit einem Stegwellenleiter versehen wird. Das heilBt, dass
die Halbleiterschichtenfolge derart bearbeitet wird, dass
sich ein Stegwellenleiter bildet. Zum Beispiel ist im Rahmen
des Bearbeitens der Halbleiterschichtenfolge vorgesehen, dass
Material von der Halbleiterschichtenfolge abgetragen wird.
Das Abtragen des Materials wird nach einer Ausfihrungsform
derart ausgefithrt, dass sich gleichzeitig mit dem Bilden des
Stegwellenleiters die Sperre zumindest teilweise, insbesonde-
re vollstédndig, bildet. Das heilt, dass Material von der
Halbleiterschichtenfolge abgetragen wird, um den Stegwellen-
leiter auszubilden. Im Rahmen des Ausbildens des Stegwellen-
leiters wird gleichzeitig ein Teil der Sperre oder die gesam-

te Lotsperre gebildet.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass an der einen
der Oberseite und der Unterseite Verbindungswerkstoff, insbe-

sondere Lot und/oder Klebstoff angeordnet wird.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass an der einen
der Oberseite und der Unterseite Verbindungswerkstoff, insbe-
sondere Lot und/oder Klebstoff angeordnet wird, welcher mit
einer Gold umfassenden Deckschicht versehen wird, wobei das
Bilden der Sperre umfasst, dass Si0; (Siliziumdioxid) auf die
eine der QOberseite und der Unterseite aufgebracht wird, so
dass die eine der Oberseite und der Unterseite einschlieBlich
der Deckschicht vollstandig mit S$SiO, bedeckt wird, wobei nach
dem Bedecken Si0O, selektiv von der Deckschicht entfernt wird,
so dass die Sperre zumindest teilweise mittels des verbleib-

endenden Si0, gebildet wird.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass die Sperre effizient gebildet werden kann. Durch das

Vorsehen der Gold umfassenden Deckschicht auf dem Verbin-
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dungswerkstoff, insbesondere dem Lot, wird insbesondere der
technische Vorteil bewirkt, dass das Si0O, nur schwach an der
Deckschicht haftet, so dass die aufgebrachte Si0O;-Schicht ef-
fizient und selektiv von der Gold umfassenden Deckschicht

wieder entfernt werden kann.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass anstelle oder
zusdtzlich zu Si0; eine oder mehrere der folgenden Verbindun-
gen aus der Gruppe der Oxide oder Nitride oder Oxidnitride
von Al, Ce, Ga, Hf, In, Mg, Nb, Rh, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, Zn,

Zr verwendet werden respektive sind.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halb-
leiterchip ein Laser ist, wobei die Sperre an der HR-Seite

des Lasers offen ausgebildet wird.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halbleiter-
chip ein Laser ist, wobei die Sperre an der AR-Seite des La-

sers geschlossen ausgebildet wird.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Sperre
eine oder mehrere Liicken zum Entweichen von Luft beim stoff-

schlissigen Verbinden aufweist.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halb-
leiterchip ein einen Stegwellenleiter aufweisender Laser ist,
wobei die Sperre beabstandet zum Stegwellenleiter gebildet

wird.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass an der einen
der Oberseite und der Unterseite ein oder mehrere Mesagraben
zum Aufnehmen des flieBenden Verbindungswerkstoffs gebildet

werden.

Nach einer weiteren Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass ei-
ner des einen oder der mehreren Mesagradben von einer ersten
Facette des Halbleiterchips zu einer der ersten Facette ge-

geniiberliegenden zweiten Facette verlauft, wobei dieser eine
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Mesagraben zwei jeweils an eine der beiden Facetten angren-

zende Facettenabschnitte und einen zwischen den beiden Facet-
tenabschnitten verlaufenden Zwischenabschnitt aufweist, wobei
eine Tiefe des Zwischenabschnitts groler ausgebildet wird als

eine jeweilige Tiefe der beiden Facettenabschnitte.

Nach einer weiteren Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass meh-
rere als Laser ausgebildete und einen Laserbarren bildende
optoelektronische Halbleiterchips vorgesehen werden, wobei
die jeweilige der einen der Oberseite und der Unterseite der
Halbleiterchips eine gemeinsame Unterseite respektive Ober-

seite des Laserbarrens bilden.

Nach einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass mehrere Wan-
nen an der gemeinsamen Unterseite respektive Oberseite des
Laserbarrens gebildet werden, innerhalb welchen Jjeweils ein

oder mehrere Laser angeordnet sind.

Nach einer weiteren Ausfiihrungsform des Tradgers ist vorgese-
hen, dass die Sperre, insbesondere die Lotsperre, eine oder
mehrere Wande umfasst, so dass mittels der einen oder der
mehreren Wande und der Montageseite zumindest eine, insbeson-
dere mehrere, zumindest teilweise, insbesondere vollstéandig,
seitlich geschlossene Wanne zum Aufnehmen des flieBenden Ver-

bindungswerkstoffs gebildet ist.

Nach einer weiteren Ausfiihrungsform des Tradgers ist vorgese-
hen, dass zwei Wannen gebildet sind, wobei die zwei Wannen
voneinander durch eine oder mehrere geschlossene Wande abge-

trennt sind.

Nach einer weiteren Ausfiihrungsform des Tradgers ist vorgese-
hen, dass die Sperre eine oder mehrere Liicken zum Entweichen
von Luft beim stoffschliissigen Verbinden, insbesondere beim

Loten und/oder beim Kleben, aufweist.

Nach einer weiteren Ausfiihrungsform des Tradgers ist vorgese-

hen, dass an der Montageseite Justageelemente zur lateralen
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Justage des Halbleiterchips beim Anordnen des Halbleiterchips

auf den Trager gebildet sind.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass eine effiziente laterale Justage des Halbleiterchips
beim Anordnen des Halbleiterchips auf den Trager ermdglicht

ist.

Nach einer Ausfiihrungsform des Tradgers ist vorgesehen, dass
die Justageelemente eine oder mehrere Vertiefungen und/oder

einen oder mehrere Anschliage umfassen.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,

dass eine effiziente laterale Justage ermdglicht ist.

Zum Beispiel ist vorgesehen, dass die Sperre des Halbleiter-
chips mit dem oder den Justageelementen zusammenwirkt, um die
laterale Justage effizient durchzufihren. Zum Beispiel ist
vorgesehen, dass die eine oder die mehreren Vertiefungen die
Lotsperre zumindest teilweise aufnehmen. Zum BReispiel ist
nach einer Ausfihrungsform vorgesehen, dass die mehreren An-
schlage oder der eine Anschlag Anschldge fir die Sperre bil-
den, so dass hieriber eine effiziente laterale Justage ermdg-
licht ist.

Nach einer Ausfiihrungsform des Tradgers ist vorgesehen, dass

der Trager als Warmesenke ausgebildet ist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass eine in Betrieb des Halbleiterchips erzeugte Warme
(thermische Energie) effizient {iber die Warmesenke abgefiithrt

werden kann.

Nach einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass der Grundkor-
per aus einem oder aus mehreren der folgenden Materialien ge-
bildet ist: Kupfer, SiC, AIN, CuW, Al, Keramik und DBC (Di-
rect Bonded Copper). Der Grundkdorper ist somit nach einer

Ausfiihrungsform als ein DBC-Grundkdrper ausgebildet.
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Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass ein Lot Gold
und/oder Zinn und/oder In umfasst. Zum Beispiel umfasst das

<

Lot AuSn. Zum Beispiel betragt ein Au-Anteil zwischen 60 %

<

und 90 %, vorzugsweise zwischen 70 % und 80 %.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass Lot gesput-
tert und/oder bedampft auf die Montageseite respektive die
eine der Unterseite und der Oberseite des Halbleiterchips
aufgebracht wird. Zum Beispiel ist vorgesehen, dass sich eine
Lotschicht bildet, die zum Beispiel als Einzelschicht oder
als Schichtstapel (zum Beispiel abwechselnd Goldschicht und

Zinnschicht) ausgebildet wird.

Zum Beispiel ist vorgesehen, dass die Oberflache der Lot-
schicht mit Gold (Gold umfassende Deckschicht) terminiert

wird, um ein Aufoxidieren des Lots zu verhindern.

Zwischen einem Metall-Halbleiter-Kontakt des Halbleiterchips
und dem Lot wird nach einer Ausfiihrungsform eine Sperrschicht
aufgebracht, die zum Beispiel Pt und/oder Ti und/oder TiW
und/oder TiWN umfasst. Eine solche Sperrschicht verhindert in
vorteilhafter Weise ein Durchmischen des Kontaktmetalls mit
dem Lot.

Technische Funktionalitaten des Verfahrens zum Herstellen ei-
ner optoelektronischen Leuchtvorrichtung ergeben sich analog
aus entsprechenden technischen Funktionalitdten der opto-

elektronischen Leuchtvorrichtung und umgekehrt.

Technische Funktionalitaten des Verfahrens zum Herstellen ei-
nes Tragers fiir einen optoelektronischen Halbleiterchip erge-
ben sich analog aus entsprechenden technischen Funktionalitéa-
ten des Tragers flir einen optoelektronischen Halbleiterchip

und umgekehrt.

Die im Zusammenhang mit der Vorrichtung respektive des Tra-

gers beschriebenen Vorteile gelten analog flur das Verfahren
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zum Herstellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung
respektive flir das Verfahren zum Herstellen eines Tragers fir

einen optoelektronischen Halbleiterchip und umgekehrt.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die opto-
elektronische Leuchtvorrichtung mittels des Verfahrens zum
Herstellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung herge-

stellt ist respektive wird.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Trager
flir einen optoelektronischen Halbleiterchip mittels des Ver-
fahrens zum Herstellen eines Tragers fir einen optoelektroni-

schen Halbleiterchip hergestellt ist respektive wird.

Das heiBt also, dass sich Verfahrensmerkmale aus entsprechen-

den Vorrichtungsmerkmalen und umgekehrt ergeben.

Die Sperre des Tragers ist nach einer Ausfihrungsform analog

zur Sperre des Halbleiterchips ausgebildet oder gebildet. Das
heiBt, dass die Sperre des Tragers nach einer Ausfithrungsform
die gleichen Merkmale wie die am Halbleiterchip vorgesehene

Sperre aufweist.

Die entsprechend im Zusammenhang mit der optoelektronischen
Leuchtvorrichtung gemachten Ausfihrungen gelten analog fir
das Verfahren respektive fir den Trager respektive flur das

Leuchtsystem und umgekehrt.

Der Halbleiterchip ist zum Beispiel nach einer Ausfiihrungs-

form als ein kantenemittierender Halbleiterlaser ausgebildet.

Ein im Rahmen dieser Beschreibung beschriebener Halbleiter-
chip ist zum Beispiel ein LED-Halbleiterchip oder zum Bei-

spiel ein Halbleiterlaserchip.

In einer Ausfihrungsform ist die Sperre unmittelbar an einer
Kante des Halbleiterchips angeordnet. Die Sperre befindet

sich also auf der Oberseite respektive Unterseite an der
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Halbleiterchipkante. Dass die Sperre unmittelbar an der Kante
des Halbleiterchips angeordnet ist, bedeutet insbesondere,
dass die Sperre blindig mit einer Flanke des Halbleiterchips

ist.

In einer Ausfiihrungsform ist die Sperre des Halbleiterchips
nach dem Anordnen des Halbleiterchips auf dem Trager, also
nach dem Anordnen des Halbleiterchips auf der Montageseite,
in direktem Kontakt mit dem Trédger. Das heilt also insbeson-
dere, dass die Sperre des Halbleiterchips nach dem Anordnen
des Halbleiterchips auf dem Tradger nicht mehr von dem Trager
beabstandet ist. Zwischen der Sperre des Halbleiterchips und
dem Trager ist nach dem Anordnen keine Liicke mehr vorhanden.
Die Sperre des Halbleiterchips berithrt also den Trager nach

dem Anordnen des Halbleiterchips auf dem Trager.

In einer Ausfiihrungsform ist die Sperre des Tragers nach dem
Anordnen des Halbleiterchips auf dem Tradger, also nach dem
Anordnen des Halbleiterchips auf der Montageseite, in direk-
tem Kontakt mit dem Halbleiterchip. Das heillt also insbeson-
dere, dass die Sperre des Tragers nach dem Anordnen des Halb-
leiterchips auf dem Tradger nicht mehr von dem Trager beab-
standet ist. Zwischen der Sperre des Tragers und dem Halb-
leiterchip ist nach dem Anordnen keine Liicke mehr vorhanden.
Die Sperre des Tragers berihrt also den Halbleiterchip nach

dem Anordnen des Halbleiterchips auf dem Trager.

In einer Ausfihrungsform ist nach dem Anordnen des Halb-
leiterchips auf dem Trédger, also nach dem Anordnen des Halb-
leiterchips auf der Montageseite, ein Abstand zwischen dem
Stegwellenleiter und dem Trager, also der Montageseite, ge-
bildet. Im angeordneten Zustand sind also der Stegwellenlei-
ter und die Montageseite beispielsweise voneinander beab-
standet.

In einer Ausfiihrungsform ist die Sperre entlang einer Langs-
richtung des Halbleiterchips, insbesondere parallel in Langs-

richtung zum Stegwellenleiter, ausgebildet, insbesondere
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durchgehend ausgebildet. Die Formulierung ,durchgehend ausge-
bildet™ bedeutet, dass die Sperre entlang der Langsrichtung
des Halbleiterchips, insbesondere parallel in Langsrichtung

zum Stegwellenleiter, frei von einer Licke ist.

In einer Ausfiihrungsform ist die Sperre des Tragers derart
ausgebildet, dass nach einem Anordnen des Halbleiterchips auf
dem Trager, also nach dem Anordnen des Halbleiterchips auf
der Montageseite, die Sperre entlang einer Langsrichtung des
Halbleiterchips, insbesondere parallel in Langsrichtung zum
Stegwellenleiter, ausgebildet, insbesondere durchgehend aus-
gebildet, ist. Die Formulierung ,durchgehend ausgebildet™ be-
deutet, dass die Sperre entlang der Langsrichtung des Halb-
leiterchips, insbesondere parallel in Langsrichtung zum Steg-

wellenleiter, frei von einer Licke ist.

Die Formulierung "respektive" umfasst insbesondere die Formu-

lierung "und/oder".

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-

tert werden, wobei

Fig. 1 eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,

Fig. 2 die optoelektronische Leuchtvorrichtung der
Fig. 1,

Fig. 3 die optoelektronische Leuchtvorrichtung der

Fig. 1 wahrend eines L&tvorgangs,

Fig. 4 ein optoelektronisches Leuchtsystem,

Fig. 5 eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,
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Fig. 6

Fig. 7 bis 11
Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19 bis 22
Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig.

26

PCT/EP2017/055008

die optoelektronische Leuchtvorrichtung der

Fig. 5,

jeweils eine Ansicht zu einem Zeitpunkt in
einem Verfahren zum Herstellen einer opto-
elektronischen Leuchtvorrichtung,

ein optoelektronisches Leuchtsystem,

einen optoelektronischen Halbleiterchip zu
einem Zeitpunkt in einem Verfahren zum Her-
stellen einer optoelektronischen Leuchtvor-
richtung,

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,
eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,
eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,
die optoelektronische Leuchtvorrichtung der
Fig. 16 sowie einen Trager fiir eine opto-
elektronische Leuchtvorrichtung,

ein optoelektronisches Leuchtsystem,

jeweils eine optoelektronische Leuchtvorrich-

tung,

die optoelektronische Leuchtvorrichtung der
Fig. 22 und einen Trager fir eine optoelekt-
ronische Leuchtvorrichtung,

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,
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Fig. 27 und 28
Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35 bis 37
Fig. 38

Fig. 39 und 40
Fig. 41

Fig.

42

PCT/EP2017/055008

jeweils eine unterschiedliche Schnittansicht
der optoelektronischen Leuchtvorrichtung der
Fig. 26,

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,
die optoelektronische Leuchtvorrichtung der
Fig. 29 und einen Trager fir eine optoelekt-
ronische Leuchtvorrichtung,

ein optoelektronisches Leuchtsystem,

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung mit

einem Lot,

die optoelektronische Leuchtvorrichtung der
Fig. 32 ohne das Lot,

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung mit

einer mehrteiligen Wanne als Lotsperre,

jeweils eine unterschiedliche Konfiguration
einer mehrteiligen Wanne, wie sie fir eine
optoelektronische Leuchtvorrichtung verwendet

werden kann,

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,
jeweils eine unterschiedliche Konfiguration
einer zweli Wannen umfassenden Lotsperre, wie
sie fiir die optoelektronische Leuchtvorrich-
tung der Fig. 38 verwendet werden kann,

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,
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Fig. 49
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Fig. 51
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Fig. 54
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eine optoelektronische Leuchtvorrichtung,
ein optoelektronisches Leuchtsystem,

jeweils ein optoelektronisches Leuchtsystem,
einen Trager flr eine optoelektronische
Leuchtvorrichtung und die optoelektronische
Leuchtvorrichtung der Fig. 43,

ein optoelektronisches Leuchtsystem,

einen Trager flr eine optoelektronische
Leuchtvorrichtung und die optoelektronische
Leuchtvorrichtung der Fig. 43,

ein optoelektronisches Leuchtsystem,

ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Her-
stellen einer optoelektronischen Leuchtvor-

richtung,

ein Verfahren zum Herstellen eines Tragers

fiir einen optoelektronischen Halbleiterchip,

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung vor

einem Loten auf einen Trager,

ein optoelektronisches Leuchtsystem und

jeweils eine optoelektronische Leuchtvorrich-

tung vor einem Loten auf einen Trager

Im Folgenden konnen fir gleiche Merkmale gleiche BRezugszei-

chen verwendet werden. Der Einfachheit halber sind in den Fi-

guren in der Regel nur sehr schematische Darstellungen der



10

15

20

25

30

35

WO 2017/149121 PCT/EP2017/055008

optoelektronischen Halbleiterchips, insbesondere der Laser,
gezeigt. In der Regel umfasst ein optoelektronischer Halb-
leiterchip im Sinne der vorliegenden Erfindung insbesondere
mehrere Epischichten (Epitaxieschichten), die auf einem Sub-
strat gebildet sind, wobei die Epischichten vorzugweise
strukturiert werden respektive sind, wobei die Epischichten
vorzugswelise mit Passivierungsschichten und/oder Metallpads
abgedeckt werden respektive sind. Diese Details sind der Ein-
fachheit halber in der Regel in den Figuren weggelassen, SO
dass in der Regel nur der optoelektronische Halbleiterchip

und ein Bondpad gezeichnet sind.

Nachfolgend wird das erfindungsgemalle Konzept unter anderem
unter Bezugnahme auf Ausfiihrungsbeispiele beispielhaft erlau-
tert, in denen der Halbleiterchip auf den Trédger geldtet
wird. Anstelle oder zusatzlich ist nach weiteren Ausfiihrungs-
formen vorgesehen, dass der Halbleiterchip auf den Trédger ge-
klebt wird.

Fig. 1 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 101 in
einer Ansicht von oben. Die optoelektronische Leuchtvorrich-
tung 101 umfasst einen optoelektronischen Halbleiterchip 103.
Der optoelektronische Halbleiterchip 103 ist zum Beispiel ein

Laserchip.

Der Halbleiterchip 103 ist zum Reispiel nach einer Ausfih-
rungsform als ein kantenemittierender Halbleiterlaser ausge-
bildet.

Der Halbleiterchip 103 weist eine Oberseite 105 auf. Auf der
Oberseite 105 ist Lot 107 aufgebracht. Auf der QOberseite 105
des Halbleiterchips 103 ist ferner eine Lotsperre 109 gebil-
det.

Die Lotsperre 109 umfasst vier Wande 111, 113, 115, 117, die
ein in sich geschlossenes Rechteck bilden, wobei die Wan-

de 117, 113 die Langswande des Rechtecks sind und wobei die
Wande 111, 115 die Querwadnde des Rechtecks bilden.
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Innerhalb des Rechtecks, welches durch die vier Wande 111,
113, 115, 117 gebildet ist, ist das Lot 107 beabstandet zu
den vier Wanden 111, 113, 115, 117 angeordnet.

Die vier Wande 111, 113, 115, 117 der Lotsperre 109 bilden
gemeinsam mit der Oberseite 105 eine Wanne, in welcher das

Lot 107 aufgenommen oder angeordnet ist.

In einem Lotvorgang wird das Lot 107 erhitzt und zerflielt.
Aufgrund der Lotsperre 109 kann aber das Lot 107 nicht idber
eine Chipkante hinausflieBen und zum Beispiel eine Seiten-
flanke des Halbleiterchips 103 hinaufkriechen. Dadurch kénnen
in vorteilhafter Weise Nebenschliisse an der Chipkante verhin-

dert werden.

Das Bezugszeichnen 119 zeigt auf eine gestrichelt gezeichnete
Schnittlinie (II-II).

Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht entlang der Schnittli-
nie 119.

Fiir eine bessere Verstandlichkeit ist hier eine Halbleiter-

schichtenfolge 209 umfassend mehrere Halbleiterschichten 203,
205, 207 des Halbleiterchips 103 schematisch dargestellt. Die
Halbleiterschichtenfolge 209 umfasst eine aktive Zone 211 zur
Erzeugung elektromagnetischer Strahlung, insbesondere zur Er-

zeugung von Licht.

Die Halbleiterschichtenfolge 209 ist auf einem Substrat 215

aufgewachsen oder angeordnet.

Das heiBt, dass nach einer Ausfihrungsform ein Halbleiterchip
im Sinne dieser Erfindung ein Substrat umfasst, auf welchem
die Halbleiterschichtenfolge angeordnet oder aufgewachsen

ist.
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Der Halbleiterchip 103 weist eine Unterseite 201 auf, die der

Oberseite 105 gegeniliberliegt.

Nach einer Ausfihrungsform ist die Oberseite 105 des Halb-
leiterchips 103 die p-Seite. In diesem Fall ist dann die Un-
terseite 201 des Halbleiterchips 103 die n-Seite.

Die p-Seite des Halbleiterchips bezeichnet diejenige Seite
des Halbleiterchips 103, welcher eine p-dotierte Halbleiter-
schicht der Halbleiterschichtenfolge 209 zugewandt ist. Ent-
sprechend bezeichnet die n-Seite des Halbleiterchips 103 die-
jenige Seite des Halbleiterchips 103, die einer n-dotierten
Halbleiterschicht der Halbleiterschichtenfolge 209 zugewandt

ist.

Somit ist also zum Beispiel auf der p-Seite des Halbleiter-
chips 103 das Lot 107 aufgebracht, wobei die Lotsperre 109
somit ebenfalls auf der p-Seite des Halbleiterchips 103 ange-
ordnet oder gebildet ist.

In der Querschnittsansicht der Fig. 2 ist nun besser die
Halbleiterchipkante 213 zu erkennen. Aufgrund der Wande 111,
113, 115, 117 kann ein flieBendes Lot 107 nicht iber diese
Chipkante 213 flieRen und an Seitenflanken des Halbleiter-
chips 103 hochkriechen.

Fig. 3 zeigt die optoelektronische Leuchtvorrichtung 101 und
einen Trager 301 in einer seitlichen Schnittansicht entlang
der Schnittlinie 119.

Der Trager 301 umfasst einen Grundkérper 303. Der Grundkor-
per 303 weist eine Montageseite 305 auf. Der Halbleiter-

chip 103 wird mit dem Lot 107 und der Lotsperre 109 auf die
Montagefliache 305 angeordnet, um anschliellend den Halbleiter-
chip 103 an den Trager 301, also an den Grundkoérper 303, zu

loten.
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Zum Beispiel ist vorgesehen, dass die Oberseite 105 die
p-Seite des Halbleiterchips 103 ist, so dass der Halbleiter-
chip 103 mit der p-Seite auf die Montagefldche 305 geldtet

wird.

Fig. 4 zeigt ein optoelektronisches Leuchtsystem 401.

Das Leuchtsystem 401 umfasst den Tradger 301 sowie die opto-
elektronische Leuchtvorrichtung 101, wobei nun der Halb-
leiterchip 103 auf dem Trager 301 mittels Lot 107 geldtet

ist.

Aufgrund des Vorhandenseins der Lotsperre 109 kann das

Lot 107 nicht tber die Chipkante 213 flieBen und die Seiten-
flanken 403, 405 des Halbleiterchips 105 hochkriechen. Dies
kénnte anderenfalls zu einem Nebenschluss an der Chipkan-

te 213 und/oder zu einem Nebenschluss am p-n-Ubergang der
Halbleiterschichtenfolge 209 fihren.

Die Wande 111, 113, 115, 117 wirken somit zum einen als eine

Sperre oder als ein Damm fiir das Lot 107.

Die Wande 111, 113, 115, 117 wirken des Weiteren insbesondere
als Abstandshalter, der einen Mindestabstand zwischen der
Oberseite 105 des Halbleiterchips 103 und der Montagesei-

te 305 des Grundkdrpers 303 vorgibt. Somit kann in vorteil-
hafter Weise verhindert werden, dass der Halbleiterchip 103
wahrend des Létvorgangs mit einem zu hohen Anpressdruck auf
die Montageflidche 305 gepresst wird, was anderenfalls zu ei-

nem Herauspressen des Lots 107 fuhren kénnte.

Nach einer Ausfihrungsform ist der Trdger 301 als eine Warme-
senke ausgebildet. Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass Warme, die im Betrieb des Halbleiter-
chips 103 erzeugt wird, effizient abgefithrt werden kann. Zum
Beispiel ist vorgesehen, dass der Grundkdrper 303 Kupfer um-

fasst.
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Die erfindungsgemale Grundidee ist also insbesondere darin zu
sehen, dass das Lot durch eine oder mehre Wande, die auch als
Seitenwande bezeichnet werden kdnnen, wie in einer Wanne, da-
ran gehindert wird, lUber die Chipkante hinauszuflielen.
Dadurch kénnen in vorteilhafter Weise Nebenschliisse an der

Chipkante verhindert werden.

Fig. 5 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 501 in

einer Ansicht von oben.

Die Leuchtvorrichtung 501 ist im Wesentlichen analog zur
Leuchtvorrichtung 101 der Fig. 1 ausgebildet. Als ein Unter-
schied ist das Lot 107 nicht beabstandet zu den Wanden 111,
113, 115, 117 der Lotsperre 109 angeordnet. Vielmehr ist das
Lot 107 in direktem Kontakt mit den Wanden 111, 113, 115, 117
der Lotsperre 1009.

Die Fig. 6 zeigt eine Querschnittsansicht entlang der
Schnittlinie 119 (VI-VI) gemal Fig. 5.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass das Lot 107
direkt auf die QOberseite 105 des Halbleiterchips 103 aufge-
bracht wird. Dies alternativ zu einem Aufbringen auf einem
Bondpad. Das heilRt, dass nach einer alternativen Ausfihrungs-
form vorgesehen ist, dass ein Bondpad auf der Oberseite 105
des Halbleiterchips 103 aufgebracht ist, wobei das Lot 107
dann auf dem Bondpad aufgebracht ist.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass das Lot 107
mit einer Gold umfassenden Deckschicht versehen ist. Dadurch
wird in vorteilhafter Weise ein Aufoxidieren des Lots verhin-
dert. Dadurch wird ferner in vorteilhafter Weise eine Haftung
eines Dielektrikums oder von Dielektrika verringert. Dies
spielt eine wesentliche Rolle bei einem Herstellen oder einem

Bilden einer Lotsperre, was nachfolgend naher erlautert wird.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass um das

Lot 107 eine oder mehrere Seitenwande (Wande) aufgebaut wer-
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den, die das Lot 107 an einem seitlichen VerflielBen hindern
und gleichzeitig ein zu tiefes Eindricken des Halbleiterchips
103 auf den Grundkdorper 303 verhindern. Letzteres, also das
zu tiefe Eindriicken, konnte ansonsten das Lot 107 an der Sei-

te des Halbleiterchips 103 herausdriicken.

Nach einer Ausfihrungsform entspricht eine HOhe einer oder
mehrerer oder aller der Wande 111, 113, 115, 117 der Hohe des
aufgebrachten Lots 107.

Fig. 7 bis Fig. 11 zeigen jeweils in einer schematischen Dar-
stellung einen Zeitpunkt in einem Verfahren zum Herstellen

einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung.

Gemdl Fig. 7 wird der Halbleiterchip 103 bereitgestellt, wo-
bei eine Siliziumdioxidschicht auf der Oberseite 105 gebildet
wird. Die Oberseite 105 wird somit komplett mit SiO, verse-
hen. Zum Beispiel ist vorgesehen, dass 5i0; mittels eines
Sputterprozesses oder mittels eines CVD-Verfahrens aufge-
bracht wird. "CVD" steht fiir "Chemical Vapor Deposition" und
wird in der Regel mit chemisches Abscheideverfahren tber-

setzt.

Die Lotschicht 107 oder das Lot ist mit einer Gold umfassen-
den Deckschicht 701 versehen, so dass das Si0, nicht direkt
auf die Oberseite des Lots 107 aufgebracht wird, sondern auf
die Oberfladche 705 der Golddeckschicht 701.

Durch die in der Regel sehr geringe Haftung des Si0O; auf der

Gold umfassenden Deckschicht 701 im Vergleich zur restlichen
Chipoberfliache neben dem Lot 107 kann das Si0O; in vorteilhaf-
ter Weise selektiv im Bereich der Goldabdeckung entfernt wer-
den. Dies zeigt schematisch die Fig. 8. Hierbei zeigt das Be-

zugszeichen 803 auf bereits entfernte Si0O;-Schichtabschnitte.

Somit ist also eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 801
gebildet, die eine Lotsperre 109 analog zu der in Fig. 5 ge-

zeigten Lotsperre umfasst.
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Nach einer Ausfihrungsform ist die Deckschicht 701 aus Gold

oder aus einer Goldlegierung gebildet.

Das selektive Entfernen der Si0O,-Schicht kann zum Beispiel
durch eine Hochdruckbehandlung und/oder durch ein Aufbringen
und einem anschlielenden Abziehen einer Klebefolie (ein so

genanntes Tape-Lift-0Off-Verfahren) durchgefithrt werden.

Fig. 9 zeigt die Anordnung gemall Fig. 7 vor einem Aufbringen

von 510, auf die Oberseite 105.

Fig. 10 zeigt die Anordnung der Fig. 7 in einer Draufsicht.

Fig. 11 zeigt die Anordnung der Fig. 8, also nach einem se-

lektiven Entfernen der Si0,-Schicht, in einer Draufsicht.

Fig. 12 zeigt ein optoelektronisches Leuchtsystem 1203 in ei-

ner Schnittansicht analog zu Fig. 2.

Das Leuchtsystem 1203 umfasst eine optoelektronische Leucht-
vorrichtung 1201, die im Wesentlichen analog zur Leuchtvor-

richtung 101 der Fig. 1 ausgebildet ist.

Als ein Unterschied ist das Lot 107 derart bemessen und/oder
sind die Wande 111, 113, 115, 117 der Lotsperre 109 derart
bemessen, dass die Wande 111, 113, 115, 117 der Lotsperre 109
im angeordneten Zustand des Halbleiterchips 103 auf den Tra-
ger 301 keinen Kontakt mit der Montagefldche 305 des Grund-
korpers 303 haben.

Das heilt also, dass die Wande 111, 113, 115, 117 der Lot-
sperre 109 einen Abstand zur Montagefliche 305, die allgemein
auch als eine Lotflache bezeichnet werden kann, aufweisen, so
dass das Lot 107 etwas Platz zum Ausdehnen und/oder Verflie-
Ben hat.
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Das Volumen innerhalb der Wande 111, 113, 115, 117 ist nach
einer Ausfiihrungsform derart gewdhlt, dass es dem Volumen des
Lots 107 entspricht.

Das Lot steht also zundchst nach oben lUber die Wande 111,
113, 115, 117 hinaus, kann aber bei Kontakt mit der Montage-
flache 305, die allgemein auch als eine Warmesenkenoberflache
bezeichnet werden kann, seitlich verflieBen und sich in der
Wanne verteilen. Die Wanne kann dadurch komplett oder auch

nur zum Teil ausgefiillt werden.

Das Volumen der Wanne ist nach einer Ausfihrungsform kleiner
als das Volumen des Lots (Lotvolumen). Dadurch wird zum Bei-
spiel der technische Vorteil bewirkt, dass Lunker vermieden

werden konnen.

Nach einer Ausfihrungsform ist das Volumen der Wanne groRer
als das Lotvolumen. Dadurch wird insbesondere der technische
Vorteil bewirkt, dass sichergestellt werden kann, dass kein

Lot aus der Wanne herausflielt.

Nach einer Ausfihrungsform wird der Halbleiterchip 103 bis
zum Kontakt der Wande 111, 113, 115, 117 mit der Montagefla-
che 305 aufgedriickt oder auch weniger. Im ersten Fall wird in
vorteilhafter Weise eine sehr genaue Hbhenpositionierung des
Halbleiterchips respektive einer Lichtaustrittsflache des
Halbleiterchips 103 erreicht. Im zweiten Fall wirkt die Wand
oder wirken die Wande 111, 113, 115, 117 als ein Sicherheits-

merkmal fir ein groBeres Prozessfenster.

Fig. 13 zeigt einen optoelektronischen Halbleiterchip 103,
wobei durch ein Abtragen eines Teils der Halbleiterschichten-
folge 209 ein Stegwellenleiter 1301 gebildet ist. Ein Steg-
wellenleiter 1301 kann auch als ein "Ridge" bezeichnet wer-
den. Zum Beispiel wird der Ridge 1301 gedtzt, so dass ein
Teil der Halbleiterschichtenfolge 209 abgetragen wird. Das
Vorsehen eines Stegwellenleiters 1301 verbessert in vorteil-

hafter Weise eine Wellenfihrung der erzeugten elektromagneti-
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schen Strahlung. Nach einer Ausfihrungsform ist vorgesehen,
dass zum Beispiel am Rand des Stegwellenleiters 1301 die
Halbleiterschichtenfolge 209 stehen gelassen wird, so dass
sich bereits dadurch die Wande 111, 113, 115, 117 der Lot-
sperre 109 ergeben oder zumindest ein Teil dieser Wande 111,
113, 115, 117. Das heifBt, dass die WaAnde 111, 113, 115, 117
der Lotsperre 109 zum Beispiel zumindest teilweise, insbeson-
dere vollstandig, aus der Halbleiterschichtenfolge 209 gebil-

det sind respektive werden.

Die stehen gelassenen Seitenwdnde in der Halbleiterschichten-
folge 209 sind mit den Bezugszeichen 1303 und 1305 gekenn-

zeichnet.

Auf der Oberseite 105 ist teilweise eine Passivierungs-
schicht 1307 aufgebracht, wobei das Lot 107 auf der Passivie-
rungsschicht 1307 aufgebracht ist.

Fig. 14 zeigt die Anordnung der Fig. 13, wobei auf die Sei-
tenwande 1303, 1305 jeweils eine Erhdohung 1403, 1405 aufge-
bracht ist. Die Erhohung 1403, 1405 ist zum Beispiel mittels
eines Aufbringens von Si0O; gebildet worden. Anstelle oder =zu-
satzlich zu Si0; kann zum Bilden der Erhoéhungen 1403, 1405
zum Beigspiel ein oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe der
Oxide oder Nitride oder Oxidnitride wvon Al, Ce, Ga, Hf, In,
Mg, Nb, Rh, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, Zn, Zr verwendet werden.

Die Wande 111, 113, 115, 117 sind somit zu einem Teil aus den
stehen gelassenen Seitenwanden 1303, 1305 und zu einem ande-

ren Teil aus dem zusatzlich aufgebrachten Material, also der

Erhdohung 1403, 1405, gebildet.

Somit zeigt die Fig. 14 eine optoelektronische Leuchtvorrich-
tung 1401 gemal einem Ausfihrungsbeispiel der vorliegenden

Erfindung.

Fig. 15 zeigt die Anordnung gemdl Fig. 14 ohne das Lot 107.
Anstelle des Lots 107 ist auf die Oberseite 105 eine Benet-
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zungsschicht 1503 aufgebracht worden. Eine solche Benetzungs-
schicht 1503 bewirkt in vorteilhafter Weise eine verbesserte
Anhaftung von Lot an der Oberseite 105. Dies ist zum Beispiel
sinnvoll, wenn das Lot 107 auf der Montagefldche 305 des
Grundkorpers 303 aufgebracht ist.

Allgemein kann die Montagefldche 305 eines Grundkdrpers 303
auch als eine Montageseite bezeichnet werden. Montageseite
und Montagefldche des Grundkdrpers werden somit im Sinne die-

ser vorliegenden Erfindung synonym verwendet.

Somit zeigt die Fig. 15 eine optoelektronische Leuchtvorrich-
tung 1501 gemal einem Ausfihrungsbeispiel der vorliegenden

Erfindung.

Anstelle oder zusatzlich zur Benetzungsschicht 1503 ist nach

einer weiteren Ausfiihrungsform ein Kontaktpad vorgesehen.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Erho-
hung 1403, 1405 direkt auf den stehen gelassenen Seitenwan-
den 1303, 1305 aufgebracht wird, wobei erst dann auf die Er-
hohungen 1403, 1405 die Passivierungsschicht 1307 aufgebracht

wird.

Das heiBt also, dass sich die Erhohung 1403, 1405 oberhalb

oder unterhalb der Passivierungsschicht 1307 befinden kann.

Fig. 16 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 1601,
die im Wesentlichen analog zur optoelektronischen Leuchtvor-

richtung 801 der Fig. 8 ausgebildet ist.

Als ein Unterschied ist die Oberseite 105 nicht mit Lot ver-
sehen. Das heifRt, dass die optoelektronische Leuchtvorrich-
tung 1601 frei von Lot ist. Anstelle des Lots 107 mit der
Gold umfassenden Deckschicht 701 ist eine Benetzungs-
schicht 1503 vorgesehen. Das heilt, dass innerhalb der Wanne,
die durch die Wande 111, 113, 115, 117 der Lotsperre 109 und
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der Oberseite 105 des Halbleiterchips 103 gebildet ist, die

Benetzungsschicht 1503 vorgesehen oder angeordnet ist.

Fig. 17 zeigt eine Querschnittsansicht entlang der Schnittli-
nie 119 (XVII-XVII) gemal Fig. 1lo6.

Das Lot 107 ist nun auf der Montageseite 305 oder Montagefla-
che des Grundkdrpers 303 des Tragers 301 vorgesehen. Die Lot-
sperre 109 ist weiterhin an der Oberseite 105 des Halbleiter-

chips 103 vorgesehen.

Der Halbleiterchip 103 wird somit mit seiner Oberseite 105

auf das Lot 107 des Grundkorpers 303 angeordnet.

Fig. 18 zeigt die Anordnung gemdl Fig. 17 nach einem Verlo-

ten.

Durch das Vorsehen der Lotsperre 109 wird in vorteilhafter
Weise verhindert, dass das auf der Montageseite 305 aufge-
brachte Lot 107 beim Léten lber die Halbleiterchipkante lauft
und die Seitenflanken hinaufkriecht. Dadurch werden in vor-

teilhafter Weise Nebenschlisse vermieden.

Durch das Vorsehen der Benetzungsschicht 1503, die auch als
eine Kontaktschicht bezeichnet werden kann, innerhalb der
Wanne wird somit in vorteilhafter Weise eine verbesserte und
effiziente Anhaftung des Halbleiterchips 103 am Grundkdr-
per 303 bewirkt.

Somit zeigt die Fig. 18 ein optoelektronisches Leuchtsys-
tem 1801 gemal einem Ausfihrungsbeispiel der vorliegenden Er-

findung.

Das heiBt also, dass nach einer Ausfiithrungsform das Lot auf
dem Grundkorper des Tragers vorgesehen ist. Da somit der
Grundkorper eine gewisse Struktur aufweist, kann der Grund-
kérper auch als ein strukturierter Grundkdrper bezeichnet

werden. Sofern der Trager als eine Warmesenke ausgebildet
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ist, kann in diesem Fall von einer strukturierten Warmesenke

geschrieben werden.

Nach einer Ausfihrungsform ist nur so viel Lot 107 vorgese-

hen, dass es innerhalb der Wanne aufgenommen werden kann.

Die Benetzungsschicht 1503 innerhalb der Wanne ist nach einer
Ausfiihrungsform so breit wie die Wanne selbst oder nach einer

weiteren Ausfihrungsform schmaler.

Fig. 19 zeigt eine weitere optoelektronische Leuchtvorrich-

tung 1901 in einer vereinfachten Draufsicht.

Die Leuchtvorrichtung 1901 ist im Wesentlichen analog zur

Leuchtvorrichtung 101 der Fig. 1 ausgebildet.

Als ein Unterschied ist die Wanne an einer Seite offen. Das
heiBt, dass die Lotsperre 109 lediglich drei Wande 111, 113
und 117 aufweist. Das heiBt, dass es an der einen Quer-

wand 115 fehlt. Somit ist die Wanne an einer Seite offen und

somit nur teilweise seitlich geschlossen.

Nach einer Ausfihrungsform, wenn der Halbleiterchip 103 ein
Laser ist, ist die Wanne zur HR-Seite eines Lasers offen.
Dadurch wird zum Beispiel in vorteilhafter Weise verhindert,
dass das Lot an der AR-Seite des Lasers herausquillt und eine
Abstrahlcharakteristik stort. Das heilt zum Beispiel, dass

die Wanne an der AR-Seite geschlossen ist.

Somit befindet sich die HR-Seite des Lasers an der offenen
Seite der Wanne. Die AR-Seite des Lasers befindet sich somit

an der Querwand 111.

Fig. 20 zeigt eine weitere optoelektronische Leuchtvorrich-

tung 2001 in einer vereinfachten Draufsicht.

Die Leuchtvorrichtung 2001 ist im Wesentlichen analog zur

Leuchtvorrichtung 101 gemdB Fig. 1 ausgebildet. Als ein Un-
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terschied ist die Wanne an den Querseiten des Rechtecks of-
fen. Das heiRt, dass es an den Querwanden 111, 115 fehlt. So-
mit ist die Lotsperre 109 lediglich aus den beiden Wan-

den 113, 117 gebildet.

Fig. 21 zeigt eine Leuchtvorrichtung 2101, die im Wesentli-
chen analog zur Leuchtvorrichtung 2001 gemal Fig. 20 ausge-
bildet ist.

Als ein Unterschied ist das Lot 107 beabstandet zu den beiden
gegeniberliegenden Langswanden 113, 117 auf der Oberseite 105
des Halbleiterchips 103 aufgebracht. Sofern der Halbleiter-
chip 103 als ein Laser ausgebildet ist, der einen Ridge auf-
weist, wird dadurch in vorteilhafter Weise der technische
Vorteil bewirkt, dass die Wande 113, 117 den Ridge nicht be-
rithren, so dass dieser dadurch mechanisch entlastet wird.
Dies bewirkt in vorteilhafter Weise eine bessere Alterungs-
stabilitat des Halbleiterchips 103.

Somit ist nach beispielhaften Ausfihrungsformen vorgesehen,
dass die Wanne seitlich zu einer oder zu mehreren Seiten of-
fen ist, um in vorteilhafter Weise ein AbflieBen von iber-

schiissigem Lot zu ermdglichen.

Selbst wenn aufgrund des AbflieRens des iberschiissigen Lots
tatsdchlich Lot an einer der Facetten herausgedrickt werden
sollte, so ist dies in der Regel aus folgenden Grinden nicht
besonders kritisch: Laser sind im allgemeinen im Facettenbe-
reich verspiegelt, also zum Beispiel mit einem Dielektrikum
beschichtet. Dadurch sind sie gleichzeitig elektrisch passi-
viert. An den Seitenflanken eines Halbleiterchips Chips gibt
es Ublicherweise keine solche Passivierung, so dass hier be-

sonders leicht Nebenschliisse entstehen kdnnen.

Die Wande sind in weiteren Ausfiihrungsformen auch an anderen
definierten Stellen gedffnet, an denen beispielsweise die
Chipflanken gezielt so ausgebildet sind, dass hier die Flan-

ken unempfindlicher gegen Nebenschliisse sind. So kann bei-
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spielsweise die Wand in einem Bereich gedffnet werden, wo der
Mesagraben (auch einfach als Mesa bezeichnet) sehr tief ge-
atzt ist. Eine tiefe Mesa hat jedoch Nachteile beim Facetten-
brechen. Die Erfindung ermdglicht es in vorteilhafter Weise,
dass die Mesa (also der oder die Mesagradben) nur an bestimm-
ten Stellen tiefer ausbilden werden muss respektive missen,
wO eg beisgspielsweise das Facettenbrechen nicht stdrt. Dort

sind dann die Wande gedffnet.

Fig. 22 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 2201.

Die optoelektronische Leuchtvorrichtung 2201 ist im Wesentli-
chen analog zur Leuchtvorrichtung 101 gemd@B Fig. 1 ausgebil-
det. Als ein Unterschied weisen die vier Wande 111, 113, 115,
117 der Lotsperre 109 Licken 2203 auf. Das heiBt, dass die
einzelnen Wande des Rechtecks oder der Wanne nicht komplett
geschlossen sind, sondern an einer oder an mehreren Stellen

unterbrochen sind, den Licken 2203 also.

Somit sind also mehrere voneinander beabstandete Wande 2205
auf der Oberseite 105 des Chips 103 angeordnet oder ausgebil-
det. Durch die Licken 2203 kann in vorteilhafter Weise Luft
beim Loéten seitlich entweichen. Dennoch wirken die voneinan-
der beabstandeten Wande 2205 weiterhin als ein Abstandshal-
ter, der verhindert, dass das Lot 107 unter dem Halbleiter-

chip 103 herausgedrickt wird.

Das Bezugszeichen 119 (XXIII-XXIII) zeigt auf eine Schnittli-
nie durch den Halbleiterchip 103. Die entsprechende

Schnittansicht zeigt die Fig. 23.

Fig. 23 zeigt ein optoelektronisches Leuchtsystem 2301.

Das Leuchtsystem 2301 umfasst die Leuchtvorrichtung 2201 der
Fig. 22 und einen Trager 301. In der in Fig. 23 gezeigten
Darstellung ist die Leuchtvorrichtung 2201 noch nicht auf dem

Trager 301 aufgeldtet.



10

15

20

25

30

35

WO 2017/149121 PCT/EP2017/055008

Fig. 24 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 2401

in einer Querschnittsansicht.

Die Leuchtvorrichtung 2401 ist im Wesentlichen analog zur

Leuchtvorrichtung 1401 gemal Fig. 14 ausgebildet.

Als ein Unterschied sind zwei Mesagraben 2403, 2405 an der
Oberseite 105 des Halbleiterchips 103 ausgebildet. Diese Me-
sagraben 2403, 2405 verlaufen innerhalb der Wanne. Die Me-
sagraben 2403, 2405 sind vorzugsweise mit der Passivierungs-
schicht 1307 bedeckt.

Durch das Vorsehen solcher Mesagraben 2403, 2405 wird in vor-
teilhafter Weise bewirkt, dass mehr Volumen fiir einen Lotab-

lauf zur Verfigung steht.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Mesagra-
ben 2403, 2405 eine Lange aufweisen, die kiirzer ist als eine

Lange des Halbleiterchips 103.

Nach einer Ausfiihrungsform entspricht eine Lange eines Me-

sagrabens einer Liange des Halbleiterchips.

Durch die Mesagréaben, die innerhalb der Wanne angeordnet
sind, wird also in vorteilhafter Weise mehr Volumen fir ein

Abflielen des Lots 107 zur Verfiigung gestellt.

Fig. 25 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 2501

in einer Querschnittsansicht.

Die Leuchtvorrichtung 2501 ist im Wesentlichen analog zur

Leuchtvorrichtung 2401 gemal Fig. 24 ausgebildet.

Zusatzlich zu den beiden Mesagradben 2403, 2405 sind einander
gegeniiberliegende Mesagraben 2503, 2505 vorgesehen oder ge-

bildet, die auBerhalb der Wanne angeordnet sind.
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Diese Mesagraben 2503, 2505 verlaufen entlang der Langsrich-
tung der Wanne am Rand der QOberseite 105 des Halbleiter-
chips 103. Somit gehen diese Mesagrédben 2503, 2505 bis zur
Chipkante 213. Es ist nach einer Ausfihrungsform vorgesehen,
dass diese Mesagraben 2503, 2505 mit der Passivierungsschicht

1307 versehen sind.

Auch die Mesagraben 2503, 2505, die auBerhalb der Wanne ange-
ordnet sind, bewirken in vorteilhafter Weise, dass ein zu-
satzliches Volumen fir den Lotablauf zur Verfigung steht.
Dadurch wird in vorteilhafter Weise eine zusatzliche Sicher-

heit gegen Kurzschliisse an der Chipkante 213 bewirkt.

Fig. 26 zeigt in einer Draufsicht eine optoelektronische

Leuchtvorrichtung 2601.

Die Leuchtvorrichtung 2601 weist vier Wande 2205 auf, die
voneinander beabstandet sind. Das heiBt, dass Liicken 2203
zwischen den Wanden 2205 gebildet sind. Diese Wande 2205 bil-

den eine Lotsperre 109.

In Langsrichtung am Rand der Oberseite 105 sind analog zur
Leuchtvorrichtung 2501 der Fig. 25 Mesagraben 2503, 2505 aus-
gebildet.

Die Mesagraben 2503, 2505 weisen gemall dieser Ausfihrungsform
Jjeweils zweil Facettenabschnitte 2607 auf. Diese Facettenab-
schnitte 2607 grenzen jeweils an eine Facette 2603 respektive
2605 des Halbleiterchips 103 an. Die beiden Facetten 2603,
2605 sind einander gegeniliberliegend gebildet.

Zwischen den Facettenabschnitten 2607 ist jeweils ein Zwi-
schenabschnitt 2609 gebildet. Das heilt also, dass die Me-
sagradben 2503, 2505 jeweils von der einen Facette 2603 zur
anderen Facette 2605 verlaufen und jeweils einen an eine der
beiden Facetten 2603, 2605 angrenzenden Facettenab-

schnitt 2607 und einen zwischen den beiden Facettenabschnit-

ten 2607 verlaufenden Zwischenabschnitt 2609 aufweisen.
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Es ist nach dieser Ausfiithrungsform vorgesehen, dass eine Tie-
fe des Zwischenabschnitts 2609 groRer ist als eine jeweilige
Tiefe der beiden Facettenabschnitte 2607.

Zur besseren Veranschaulichung sind in Fig. 26 zwei Schnitt-
linien 2611 (XXVIII-XXVIII), 2613 (XXVII-XXVII) als gestri-

chelte Linien eingezeichnet.

Fig. 27 zeigt eine Querschnittsansicht entlang der Schnittli-
nie 2613 (XXVII-XXVII).

Fig. 28 zeigt eine Querschnittsansicht entlang der Schnittli-
nie 2611 (XXVIII-XXVIII).

Es ist also nach einer Ausfiihrungsform vorgesehen, dass eine
Tiefe eines oder mehrerer Mesagradben iiber eine Chiplénge va-
riiert. Zum Beispiel variiert eine Atztiefe der Mesagriben

iilber den Chip.

Im Bereich einer Facette ist die Tiefe, insbesondere die Atz-
tiefe, geringer als im Zwischenabschnitt, um in vorteilhafter
Weise eine optimale Qualitat beim Facettenbrechen zu gewdhr-

leisten.

In einem Bereich weiter weg von den Facetten, also in dem
Zwischenabschnitt, ist eine Tiefe, insbesondere eine Atztie-
fe, grdéBer, um ein Hochkriechen von Lot und damit Kurzschliis-

se effizient zu verhindern.

Die Leuchtvorrichtung 2601 weist eine Lotsperre 109 auf, de-
ren Wande 2205 an den Facettenbereich 2607 angrenzen. Durch
das Anbringen von Wanden im Facettenbereich 2607 wird in vor-
teilhafter Weise bewirkt, dass das Lot 107 beim Ldten vom
flachen Bereich, also von den Facettenabschnitten 2607, der
Mesagraben 2503, 2505 ferngehalten wird. Dadurch wird in vor-
teilhafter Weise ein Kurzschluss oder werden Kurzschliisse

verhindert.
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In den tieferen Bereichen, den Zwischenabschnitten 2609, kann
sich das flieBende Lot 107 beim Loten frei ausbreiten. Dies
bewirkt in vorteilhafter Weise eine Prozesssicherheit bezig-
lich eines Lotvolumens/Grabenvolumens (Volumen des Mesagra-
bens 2503, 2505). In diesen Bereichen, in den Zwischenab-
schnitten 2609, besteht in der Regel keine Gefahr von Kurz-
schliissen Uber die Seitenflanke 403, 405, da hier der Zwi-
schenabschnitt 2609 in der Regel eine ausreichende Tiefe auf-
weist, um ein Hochkriechen des Lots 107 bis hin in einen un-
passivierten n-leitenden Bereich des Substrats 215 zu verhin-

dern.

Fig. 29 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 2901

in einer Draufsicht.

Die Leuchtvorrichtung 2901 ist frei von einer Lotsperre. Das
heilt also, dass an der Oberseite 105 keine Wande einer Wanne
ausgebildet sind. Ferner ist die Leuchtvorrichtung 2901 frei
von einem Lot. Anstelle des Lots ist eine BRenetzungs-

schicht 1503 auf der Oberseite 105 des Halbleiterchips 103
aufgebracht.

Fig. 30 zeigt eine Querschnittsansicht entlang der Schnittli-
nie 119 (XXX-XXX) gemal Fig. 29.

Die Leuchtvorrichtung 2901 wird auf einen Trager 301 angeord-

net, um den Halbleiterchip 103 auf den Trager 301 zu ldten.

Der Tradger 301 umfasst einen Grundkdrper 303, der eine Monta-
geseite 305 oder Montagefldche aufweist. Auf der Montagesei-
te 305 ist Lot 107 angeordnet. Das Lot 107 ist innerhalb ei-
ner Lotsperre aufgenommen. Das heilit, dass analog zu den Lot-
sperren, wie es im Zusammenhang mit den verschiedenen Leucht-
vorrichtungen beschrieben wurde, eine solche Lotsperre analog
auch auf der Montageseite 305 des Grundkdrpers 303 gebildet
oder angeordnet oder ausgebildet sein kann. Somit umfasst die

Lotsperre des Tragers 301 Wande 113, 117 analog zu den Wan-
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den 113, 117 der Leuchtvorrichtung 101 gemdal Fig. 1. Eben-
falls umfasst die Lotsperre des Tragers 301 nach einer Aus-
fihrungsform Querwande 111, 115 analog zu den Wanden 111, 115
der Lotsperre 109 der Leuchtvorrichtung 101 gemal Fig. 1.

Die sich daraus ergebenden technischen Vorteile und techni-
schen Wirkungen sind somit analog zu den technischen Vortei-
len und technischen Wirkungen zu sehen, wie sie im Zusammen-

hang mit den Leuchtvorrichtungen beschrieben sind.

Fig. 31 zeigt die Leuchtvorrichtung 2901 in einem verldteten
Zustand. Das heiBt, dass der Halbleiterchip 103 mittels des
Lots 107 auf dem Grundkoérper 303 geldtet ist.

Somit zeigt die Fig. 31 ein optoelektronisches Leuchtsys-
tem 3101 nach einer Ausfithrungsform der vorliegenden Erfin-

dung.

Das heiRt also, dass die Wanne, die das Lot aufnimmt oder im
Lotvorgang aufnehmen soll, auch auf der Montageseite des

Grundkorpers des Tragers ausgebildet oder strukturiert ist.

Nach einer Ausfihrungsform ist eine Breite eines Bondpads,
insbesondere eines Bondpads eines Lasers, kleiner als 200 um,
insbesondere kleiner als 100 um, da es in der Regel nur zur

Kontaktierung auf das Lot 107 benétigt wird.

Das heiBt also, dass die Benetzungsschicht 1503 zum BReispiel
eine Breite von kleiner als 200 pm, insbesondere kleiner als

100 pm, aufweist.

Denn in Ausfihrungsbeispielen, in denen das Lot auf der Mon-
tageseite 305 aufgebracht ist, muss in der Regel kein Bond-
ball mehr auf der Oberseite 105 des Halbleiterchips 103 Platz

auf einem Bondpad finden.
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Nach einer Ausfiihrungsform ist somit vorgesehen, dass das
Lot 107 auf der Oberseite 105 und/oder auf der Montagesei-
te 305 des Grundkdrpers 303 aufgebracht oder angeordnet ist.

Fig. 32 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 3201

in einer Querschnittsansicht.

Die Leuchtvorrichtung 3201 ist im Wesentlichen analog zur

Leuchtvorrichtung 2501 der Fig. 25 ausgebildet.

Als ein Unterschied ist auf der Passivierungsschicht 1307
noch eine Benetzungsschicht 1503 aufgebracht. Die Benetzungs-
schicht 1503 bedeckt aber nicht die komplette Passivierungs-
schicht 1307, sondern lediglich einen Bereich der Passivie-
rungsschicht 1307, der von einem der Mesagraben 2405, 2403
bis zum anderen der beiden Mesagrdben 2403, 2405 verlauft.
Somit ist auch unterhalb des Lots 107 eine Benetzungsschicht

1503 vorgesehen.

Fig. 33 zeigt die optoelektronische Leuchtvorrichtung 3201
gemall Fig. 32, aber ohne das Lot 107.

Das heiBt also insbesondere, dass nach einer Ausfithrungsform
eine Innenseite der Wanne zumindest teilweise, insbesondere
vollstandig, mit einer Benetzungsschicht, die zum Beispiel
eine metallische BRenetzungsschicht ist, fiir das Lot ausge-
kleidet ist. Insbesondere wenn das Lot auf der Montageseite
des Grundkorpers aufgebracht ist, ist es sinnvoll, eine sol-
che Benetzungsschicht vorzusehen. Denn dadurch wird in vor-
teilhafter Weise eine bessere mechanische Stabilitdt einer

Lotverbindung bewirkt.

Fig. 34 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 3401

in einer Querschnittsansicht.

Zusatzlich zu den bisher gezeigten Seitenwdnden 113, 117 um-
fasst die Lotsperre 109 noch eine weitere Wand 3403, wobei

diese weitere Wand 3403 entlang der Kante oder AuBenkante der
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Oberseite 105 verlauft. Das heilt, dass die eine Langs-

wand 113 zwischen den beiden Wanden 117, 3403 angeordnet ist.

Das Lot 107 befindet sich, wie bereits vorstehend beschrie-
ben, zwischen den beiden Wanden 113, 117 und ist somit inner-
halb einer Wanne 3405 aufgenommen, die durch die beiden Wan-
de 117, 113 und der Oberseite 105 gebildet wird.

Aufgrund des Vorsehens der weiteren Wand 3403 ist eine zweite
Wanne 3407 gebildet, die durch die beiden Wande 113, 3403 und
die Oberseite 105 gebildet ist. Innerhalb dieser Wanne ist

weiteres Lot 107 aufgenommen, welches eine verbesserte mecha-

nische Stabilisierung im geldteten Zustand bewirkt.

Fig. 35 zeigt eine Draufsicht auf die Leuchtvorrichtung 3401
gemall Fig. 34. Es ist eine Schnittlinie 119 (XXXIV-XXXIV)
eingezeichnet, wobei die Fig. 34 eine Querschnittsansicht
entlang dieser Schnittlinie 119 (XXXIV-XXXIV) gemal Fig. 35

zeigt.

Die beiden Wannen 3405, 3407 sind jeweils an zweil gegenlber-
liegenden Seiten offen. Dies analog zu der in Fig. 20 und 21

gezeigten Lotsperre.

Fig. 36 und 37 zeigen jeweils eine vereinfachte Draufsicht
auf eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 3601 respektive
3701 mit unterschiedlichen Ausgestaltungen von zwel Wannen
fir das Lot.

Somit zeigt die Fig. 36 die optoelektronische Leuchtvorrich-
tung 3601, wobei eine weitere Querwand 3603 vorgesehen ist,
die die Wand 117 mit der Wand 113 verbindet. Somit ist also
das urspriingliche Rechteck mittels der Wand 3603 in zwei
kleinere Rechtecke unterteilt, so dass diese unterteilten
Rechtecke jeweils eine Wanne 3405, 3407 bilden. Innerhalb je-
der Wanne 3405, 3407 ist Lot 107 angeordnet.
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Somit umfasst die Lotsperre 109 der Leuchtvorrichtung 3601
gemall Fig. 36 zwei Wannen 3405, 3407, die vollstandig vonei-

nander abgetrennt sind. Dies mittels der Wand 3603.

Dadurch wird also zum Beispiel der technische Vorteil be-
wirkt, dass beim Ldoten verhindert wird, dass Lot 107 wvon der
einen Wanne zur anderen oder in die andere Wanne flieRen
kann. Dadurch wird in vorteilhafter Weise ein Nebenschluss
zwischen elektrischen Kontakten, die sich jeweils innerhalb

einer der Wannen befinden, verhindert.

Fig. 37 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 3701

in einer vereinfachten Draufsicht.

Die Leuchtvorrichtung 3701 ist im Wesentlichen analog zur

Leuchtvorrichtung 3601 gemall Fig. 36 ausgebildet.

Als ein Unterschied ist die Querwand 3603 nicht durchgehend
ausgebildet, sondern weist eine Liicke 2203 auf. Die beiden
Wannen 3405, 3407 sind somit nicht vollstadndig voneinander

getrennt.

Fig. 38 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 3801

in einer Querschnittsansicht.

An der Oberseite 105 des Halbleiterchips 103 sind zwei Kon-
takte gebildet oder ausgebildet: ein p-Kontakt 3809 und ein
n-Kontakt 3811. Der p-Kontakt 3809 kontaktiert somit eine p-
leitende Halbleiterschicht der Halbleiterschichtenfolge 209.
Der n-Kontakt 3811 kontaktiert eine n-leitende Halbleiter-
schicht der Halbleiterschichtenfolge 209. Der n-Kontakt 3811
verlauft somit durch die Halbleiterschichtenfolge 209 und ist
seitlich mit einer Passivierungsschicht 1307 versehen, um
nicht die p-leitende Halbleiterschicht der Halbleiterschich-
tenfolge 209 zu kontaktieren.

Somit wird also der Halbleiterchip 103 vollstandig von der
Oberseite 105 her kontaktiert.
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Die Leuchtvorrichtung 3801 weist eine Lotsperre umfassend
zwel Wannen 3405, 3407 analog zur Lotsperre mit den zwei Wan-

nen gemal der Leuchtvorrichtung 3401 gemal Fig. 34 auf.

Der p-Kontakt 3809 ist innerhalb der Wanne 3405 aufgenommen.

Der n-Kontakt 3811 ist innerhalb der Wanne 3407 aufgenommen.

Fig. 39 und Fig. 40 zeigen jeweils eine vereinfachte Drauf-
sicht auf eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 3910 res-
pektive 4001. Es ist jeweils eine Schnittlinie 119 (XXXVIII-
XXXVIITI) eingezeichnet, wobei die Fig. 38 eine dieser
Schnittlinie 119 (XXXVIII-XXXVIII) entsprechende Quer-

schnittsansicht zeigt.

So zeigt die Fig. 39 die optoelektronische Leuchtvorrich-
tung 3901, wobei hier die Lotsperre gemall dieser Ausfiithrungs-

form zwei voneinander abgetrennte Wannen 3405, 3407 umfasst.

Gemal der Leuchtvorrichtung 4001 der Fig. 40 ist die Wan-
ne 3405 an zwel gegeniilberliegenden Seiten offen, insofern an

den entsprechenden Querwanden Licken 2203 ausgebildet sind.

Die in Fig. 38 bis 40 gezeigte Wand mit den Bezugszeichen
3803 respektive 3805 respektive 3807 entspricht im Wesentli-
chen den Wanden 117 respektive 113 respektive 3403 der Lot-
sperre gemal der Leuchtvorrichtung 3401 der Fig. 34.

Fig. 41 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 4101.

Die Leuchtvorrichtung 4101 umfasst mehrere Halbleiterchips,
die als Laser 4103 ausgebildet sind. Die mehreren Laser 4103
bilden einen Laserbarren 4105. Eine Unterseite 4107 des La-
serbarrens 4105 wird durch die jeweiligen Unterseiten der La-
ser 4103 gebildet.

Der Laserbarren 4105 umfasst an seiner Unterseite 4107 eine

Lotsperre 109, die analog zur Lotsperre 109 gemal der Leucht-
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vorrichtung 101 gemdB Fig. 1 eine Wanne umfasst, die aus den
vier Wanden 111, 113, 115, 117 und der Unterseite 4107 gebil-
det wird. Innerhalb dieser Wanne ist Lot 107 vorgesehen oder

aufgenommen.

Fig. 42 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 4201

in einer vereinfachten Draufsicht.

Die Leuchtvorrichtung 4201 ist im Wesentlichen analog zur

Leuchtvorrichtung 4101 der Fig. 41 ausgebildet.

Als ein Unterschied sind drei Wannen 4205, 4207, 4209 gebil-

det. Dies insbesondere dadurch, dass das urspriingliche Recht-
eck gemal Fig. 41 gebildet aus den vier Wanden 111, 113, 115,
117 durch zwei Querwande 4203 in drei Wannen unterteilt ist.

In jeder der drei Wannen 4205, 4207, 4209 sind drei La-

ser 4103 aufgenommen, die jeweils mit einem Lot 107 wversehen

sind, wobei das jeweilige Lot 107 der einzelnen Laser 4103

voneinander beabstandet ist.

Das heiBt also, dass nach einer Ausfihrungsform auf einem La-
serbarren alle Emitter (Laser) innerhalb einer einzigen Wanne
angeordnet sind. Dadurch wird zum Beispiel eine gute thermi-

sche Anbindung der Laser untereinander und insbesondere an

eine Warmesenke ermdglicht.

Nach einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass jeder Laser
seine eigene Wanne erhdlt, das heiBt, dass das Lot eines La-

sers in einer eigenen Wanne aufgenommen ist.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass mehrere Laser
in Gruppen zusammengefasst werden innerhalb je einer Wanne.
Dadurch kann in vorteilhafter Weise ein thermisches Uberspre-

chen zwischen den Lasern beeinflusst werden.

Fig. 43 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 4301

in einer Querschnittsansicht.
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Die Lotsperre mit den Wanden 113, 117 ist gemdl dieser Aus-
fihrungsform an der Unterseite 201, die zum Beispiel die n-
Seite ist, angeordnet. Somit ist das Lot 107 an der Untersei-
te 201 des Halbleiterchips 103 in der entsprechend gebildeten

Wanne angeordnet.

An der Oberseite 105 des Halbleiterchips 103, die zum Bei-
spiel die p-Seite ist, ist die Benetzungsschicht 1503 vorge-

sehen.

Die Leuchtvorrichtung 4301 wird somit mit der Unterseite 201
des Halbleiterchips 103 auf die Montageseite 305 des Grund-

korpers 303 des Tragers 301 angeordnet.

Fig. 44 zeigt die Leuchtvorrichtung 4301 in einem verldteten
Zustand. Das heiBt, dass der Halbleiterchip 103 mit der Un-
terseite 201 auf der Montagefldche 305 verldtet ist.

Somit zeigt die Fig. 44 ein optoelektronisches Leuchtsys-
tem 4401 gemal einer Ausfihrungsform der vorliegenden Erfin-

dung.

Das heiBt also, dass alle im Rahmen dieser Beschreibung be-
schriebenen Ausfihrungsformen auch auf einer n-Seite eines
Halbleiterchips ausgefihrt werden kénnen. Das Loten der n-
Seite auf eine Lotflidche oder Montageseite ist in der Regel
zwar nicht so kritisch beziiglich Nebenschliissen wie das L&ten
der p-Seite auf die Montageflache. Dennoch kann die Wanne o-
der allgemein die Lotsperre in vorteilhafter Weise auch dafir
eingesetzt werden, dass das Lot 107 definiert unter dem Halb-
leiterchip, insbesondere unter dem Laser, bleibt und nicht

seitlich verfliel3t.

Insbesondere bei einer Weichlot-Montage (zum Beispiel wenn

das Lot Indium umfasst) kann so auch in vorteilhafter Weise
eine Alterungsstabilitdt erhdht werden, da das Lot nicht an
der Seitenwand des Halbleiterchips hochkriechen kann. Zudem

wird durch das Vorsehen einer Lotgsperre, die gleichzeitig
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auch als ein Abstandshalter wirkt, eine vertikale Positions-

genauigkeit erhoht.

Fig. 45 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 4503
in einer vereinfachten Querschnittsansicht aufgeldtet auf ei-
nem Trager 301. Somit zeigt die Fig. 45 ein optoelektroni-
sches Leuchtsystem 4501 gemdlB einer Ausfihrungsform der vor-

liegenden Erfindung.

Der Halbleiterchip 103 gemdB der Leuchtvorrichtung 4503 der
Fig. 45 ist zum BReispiel ein Leuchtdiodenchip (LED-Chip). Die
Unterseite 201 ist hier zum Beispiel die p-Seite. Die Ober-
seite 105 des Chips 103 der Leuchtvorrichtung 4503 ist zum

Beispiel die n-Seite.

Fig. 46 zeigt ein optoelektronisches Leuchtsystem 4601 gemal

einer Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung.

Das Leuchtsystem 4601 umfasst eine optoelektronische Leucht-
vorrichtung 4603, wobei hier die Oberseite 105 die n-Seite
ist, die Unterseite 201 des Halbleiterchips 103 ist die p-
Seite. Der Halbleiterchip 103 ist zum Beispiel ein LED-Chip.

Anstelle oder zusdtzlich zum Lot 107 ist zum Beispiel ein
Klebstoff, insbesondere ein elektrisch leitfiahiger Klebstoff,
vorgesehen. Sofern ein nicht elektrisch leitfahiger Klebstoff
verwendet wird, ist nach einer Ausfihrungsform vorgesehen,
dass der Halbleiterchips mittels Bonddrahte elektrisch ange-

schlossen oder elektrisch kontaktiert wird respektive ist.

Das heiBt also, dass nach weiteren Ausfihrungsformen das er-
findungsgemalle Konzept der Lotsperre auch bei Leuchtdioden-
halbleiterchips verwendet wird. Eine solche Lotsperre, die
zum Beigpiel eine Wanne umfassen kann, verhindert in vorteil-
hafter Weise, dass Lot und/oder ein Klebstoff, zum Beispiel
ein elektrisch leitfdhiger Klebstoff, unter dem Halbleiter-
chip hervorquillt und die Seitenwande des LED-Halbleiterchips
benetzt.
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Dadurch kann weiterhin in vorteilhafter Weise ein besseres
Abstrahlverhalten erreicht werden, weil die Seitenwdnde nicht
mit intransparentem Material (Lot und/oder Klebstoff) belegt
werden. Auch erhdht sich in vorteilhafter Weise eine Alte-
rungsstabilitdt, da kein Lot und/oder Klebstoff an den Sei-
tenwidnden hochkriechen und den p-n-Ubergang des Halbleiter-

chips kurzschlieBen kann.

Das heiBt also, dass die im Rahmen dieser Beschreibung be-
schriebenen Halbleiterchips LED-Halbleiterchips und/oder

Halbleiterlaserchips sein kodnnen.

Somit sind grundsédtzlich bei der Ausfihrungsform als LED-
Halbleiterchip die gleichen Ausfihrungsbeispiele méglich, wie
sie fiir Halbleiterlaserchips beschrieben sind. Ein Halb-
leiterlaserchip ist zum Beispiel allgemein als eine Laserdio-

de ausgebildet.

Fig. 47 zeigt die optoelektronische Leuchtvorrichtung 4301
gemdl Fig. 43 bei einem Anordnen auf einen Grundkorper 4703
eines Tragers 4701 fliir einen optoelektronischen Halbleiter-
chip. Der Grundkorper 4703 weist eine Montagefldche oder Mon-
tageseite 4705 auf. Der Halbleiterchip 103 wird mit seiner

Unterseite 201 auf die Montageflache 4705 angeordnet.

Die Montageflache 4705 weist zwei gegeniiberliegende Anschla-
ge 4707, 4709 auf. Das heiBt also insbesondere, dass an der
Montageflache 4705 zwei einander gegeniiberliegende Anschla-
ge 4707, 4709 ausgebildet oder gebildet sind. Die beiden An-
schlédge 4707, 4709 sind somit insbesondere als Erhdhungen der
Montageflache 4705 ausgebildet.

Eine Breite oder ein Abstand zwischen den beiden Anschla-
gen 4707, 4709 ist derart bemessen, dass diese Breite oder
dieser Abstand einer Breite des Halbleiterchips 103 ent-
spricht. Somit wird in vorteilhafter Weise eine effiziente

laterale Justage ermdglicht. Denn die Wande 117, 113 werden
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hier fir diese Justage verwendet, insofern sie an den gegen-
Uberliegenden Anschlagen 4707, 4709 bei einem Anordnen an-
schlagen und somit eine effiziente laterale Justage oder Fih-

rung beim Anordnen bewirken.

Fig. 48 zeigt die Leuchtvorrichtung 4301 im verldteten Zu-
stand. Das heifRt, dass der Halbleiterchip 103 auf die Monta-
geflache 4705 geldotet wurde. Somit zeigt die Fig. 48 ein
optoelektronisches Leuchtsystem 4801 gemaB einer Ausfithrungs-

form der vorliegenden Erfindung.

Fig. 49 zeigt die optoelektronische Leuchtvorrichtung 4301
gemadll Fig. 43 bei einem Anordnen auf einen Trager 4901. Der
Trager 4901 umfasst einen Grundkorper 4903 aufweisend eine
Montageflache 4905.

An der Montagefldche 4905 sind zwei Vertiefungen 4907, 4909
gebildet. Die Vertiefungen 4907, 4909 sind derart bemessen
und voneinander beabstandet, dass sie jeweils eine der Wan-
de 117, 113 der Lotsperre 109 des Halbleiterchips 103 aufneh-

men konnen.

Somit werden also bei einem Anordnen des Halbleiterchips 103
auf die Montageflache 4905 des GrundkOrpers 4903 eine effizi-
ente laterale Justage und Ausrichtung erzielt respektive be-

wirkt.

Fig. 50 zeigt die Leuchtvorrichtung 4301 in verldtetem Zu-
stand. Das heiflt, dass der Halbleiterchip 103 mittels des
Lots 107 auf dem Trager 4901 geldtet ist.

Somit zeigt die Fig. 50 ein optoelektronisches Leuchtsys-
tem 5001 gemal einer Ausfihrungsform der vorliegenden Erfin-

dung.

Fig. 51 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Her-

stellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung.
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Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

— Bereitstellen 5101 eines optoelektronischen Halbleiter-
chips, der eine Oberseite und eine der Oberseite gegen-
iberliegende Unterseite aufweist, wobei zwischen der Ober-
seite und der Unterseite eine Halbleiterschichtenfolge ge-
bildet ist, wobei die Halbleiterschichtenfolge eine aktive
Zone zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung um-
fasst,

— Bilden 5103 an einer der QOberseite und der Unterseite ei-
ner Sperre, insbesondere einer Lotsperre, flir einen auf-
grund eines stoffschliissigen Verbindens, insbesondere ei-
nes Lotens und/oder eines Klebens, des Halbleiterchips mit
einem Trager flieBenden Verbindungswerkstoff, insbesondere
Lot und/oder Klebstoff.

Fig. 52 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Her-
stellen eines Tragers fir einen optoelektronischen Halb-

leiterchip.

Das Verfahren umfasst einen Schritt des Bereitstellens 5201
eines Grundkorpers, der eine Montageseite aufweist. Das Ver-
fahren umfasst einen Schritt des Bildens 5203 einer Sperre,
beispielsweise einer Lotsperre, fir einen aufgrund eines
stoffschliissigen Verbindens, insbesondere eines Ldtens
und/oder eines Klebens, des Halbleiterchips mit dem Trager
flieRenden Verbindungswerkstoff, insbesondere Lot und/oder

Klebstoff, an der Montageseite des Grundkdrpers.

Zusammenfassend ist der erfindungsgemalle Grundgedanke bei-
spielsweise darin zu sehen, dass eine Wanne an der p- respek-
tive n-Seite eines Halbleiterchips vorgesehen wird, die durch
ihre Seitenwande verhindert, dass Lot bei einem Ldten respek-
tive Klebstoff bei einem Kleben Uber die Chipkante hinaus-
flieBt. Dadurch konnen in vorteilhafter Weise zum BReispiel

Nebenschliisse an der Chipkante verhindert werden.
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Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass eine oder
mehrere Wande der Lotsperre aus einer oder aus mehreren

Schichten der Halbleiterschichtenfolge gebildet sind.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass eine solche
Schicht der Halbleiterschichtenfolge, die die Wand oder die
Wande der Lotsperre zumindest teilweise, insbesondere voll-
standig, bilden, ein Metall, einen Halbleiter, ein Dielektri-
kum oder Dielektrika und/oder eine oder mehrere Polymere (zum
Beispiel BCB) umfasst. BCB steht fir Benzocyclobuten, was in
der Halbleitertechnik zum Beispiel als Passivierung und/oder

zur Planarisierung eingesetzt wird.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass eine oder
mehrere Wande der Lotsperre mittels eines Strukturierungsver-
fahrens, zum Beispiel mittels eines Fotolithographieverfah-

rens, strukturiert sind respektive werden.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass eine oder
mehrere Seitenwdande jeweils einen Abstand zum Lot aufweisen,
so dass das Lot Raum oder Platz zum Ausdehnen respektive Ver-
flieBen im Rahmen eines Lotvorgangs hat. Das Volumen inner-
halb der Wanne ist nach einer Ausfihrungsform derart gewahlt,

dass es etwa dem Lotvolumen entspricht.

Bei Ausfihrungsformen, die mehrere Wannen aufweisen, ist so-
mit zum Beispiel vorgesehen, dass in jeder Wanne Lot vorgese-
hen ist. Das heillt, dass die Wanne aus mehreren Segmenten,
die einzelnen Wannen, besteht. Die Wanne ist somit in (Unter-
)Wannen unterteilt. Dies fihrt zu einer erhdhten mechanischen
Stabilitat, was zum Beispiel bei entsprechend grolen Halb-
leiterchips (Powerlaser oder LEDs) zu einer erhdhten mechani-
schen Stabilitat fihrt.

Zum anderen ermdglicht eine solche Ausgestaltung, mehrere
Kontakte auf einer gleichen Seite des Halbleiterchips auszu-
fiithren (zum Reispiel mittels einer Via-Hole-Technik). Durch

die Wannen/Zwischenwédnde wird verhindert, dass sich zwischen
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den Kontakten bei einer p-down-Montage ein Nebenschluss aus-

bilden kann.

Fig. 53 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 5301

in einer Querschnittsansicht.

Auf der Oberseite 105 des Halbleiterchips 103 ist anstelle
von Lot 107 eine Benetzungsschicht 1503 vorgesehen. Analog
zur Leuchtvorrichtung 101 der Fig. 1 umfasst die Leuchtvor-
richtung 5301 eine Lotsperre umfassend mehrere Wande 111,
113, 115, 117, wobei aufgrund der Querschnittsansicht nur die

beiden gegeniiberliegenden Wande 117, 113 zu sehen sind.

Der Halbleiterchip 103 der Leuchtvorrichtung 5301 wird auf
einen Trager 301 umfassend einen Grundkdrper 303 mit einer
Montageseite 305 angeordnet. Dies mittels Loten und/oder Kle-
ben. Anstelle oder zusdtzlich zum Lot 107 ist zum Beispiel

Klebstoff vorgesehen.

Auf der Montageseite 305 des Grundkdrpers 303 des Tragers 301
ist ebenfalls eine Lotsperre vorgesehen, die mehrere Wande
umfasst, wobeil der Querschnittsansicht entsprechend nur die
beiden gegeniiberliegenden Wande 113, 117 zu sehen sind. Der
Trager 301 der Fig. 53 ist zum Beispiel im Wesentlichen ana-

log zum Trager 301 der Fig. 30 ausgebildet.

Zwischen den beiden Wanden 113, 117 der Lotsperre des Tragers
301 ist auf der Montageseite 305 ebenfalls eine Benetzungs-
schicht 1503 aufgebracht.

Das heiBt also, dass sowohl der Halbleiterchip 103 als auch
der Trager 301 jeweils mit einer Lotsperre versehen sind.
Dadurch wird in vorteilhafter Weise ein Volumen fiir ein Lot

und/oder einen Klebstoff effizient vergrdlert.

Zwischen dem Trager 301 und der Leuchtvorrichtung 5301 ist
symbolisch Lot 107 gezeichnet. Dies soll insbesondere symbo-

lisieren, dass zum Beispiel vorgesehen ist, dass das Lot 107
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auf der Benetzungsschicht 1503 des Tragers 301 aufgebracht

ist. Zum Beispiel ist anstelle oder zusatzlich vorgesehen,

dass Lot 107 auf der Benetzungsschicht 1503 des Halbleiter-
chips 103 aufgebracht ist.

Das heiBt also, dass sowohl der Halbleiterchip 103 als auch
der Grundkorper 303 mit einer Benetzungsschicht 1503 versehen

sind.

Fig. 54 zeigt die optoelektronische Leuchtvorrichtung 5301 im
angeordneten Zustand auf dem Trager 301. Somit zeigt die
Fig. 54 ein optoelektronisches Leuchtsystem 5401 gemdl einer

Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 55 bis 57 zeigen jeweils eine optoelektronische Leucht-

vorrichtung vor einem Anordnen auf einen Trager 301.

In den in den Fig. 55 bis 57 gezeigten Ausfiithrungsbeispielen
ist vorgesehen, dass analog zu dem Ausfilhrungsbeispiel gemal
Fig. 53 sowohl der Chip 103 als auch der Grundkorper 303 je-

weils mit einer Lotsperre versehen sind.

Gemal dem Ausfihrungsbeispiel der Fig. 55 wird die optoelekt-
ronische Leuchtvorrichtung 101 gemaB Fig. 1 auf den Tra-

ger 301 geldtet und/oder geklebt. Sowohl die Oberseite 105
des Halbleiterchips 103 als auch die Montageseite 305 des
Grundkorpers 303 des Tragers 301 sind jeweils mit Lot 107
versehen. Somit befindet sich insbesondere Lot 107 und/oder
Klebstoff sowohl auf dem Halbleiterchip 103 als auch auf dem
Grundkorper 303. Das heilt also, dass sowohl der Trager 301
als auch der Halbleiterchip 103 Lot 107 und/oder (in einer

nicht gezeigten Ausfihrungsform) Klebstoff umfassen.

Gemal dem Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 56 weist nur die Ober-
seite 105 des Halbleiterchips 103 Lot 107 auf. Die Montages-
eite 305 des Grundkdrpers 303 des Tragers 301 ist zwischen

den Wanden 117, 113 analog zu der in Fig. 53 gezeigten Anord-

nung mit einer Benetzungsschicht 1503 versehen.
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Das heiBt also, dass gemdl der in Fig. 56 gezeigten Anordnung
nur der Halbleiterchip 103 mit Lot 107 und/oder (in einer
nicht gezeigten Ausfihrungsform) Klebstoff versehen ist. Die
Montageseite 305 ist lediglich mit einer Renetzungsschicht

1503 wversehen.

Fig. 57 zeigt bezogen auf die Fig. 56 eine umgekehrte Ausge-
staltung. Hier ist die Benetzungsschicht 1503 auf der Ober-
seite 105 des Halbleiterchips 103 vorgesehen. Die Montagesei-
te 305 des Grundkdrpers 303 des Tragers 301 ist mit Lot 107
versehen. Somit ist also lediglich der Grundkdrper mit einem
Lot 107 und/oder (in einer nicht gezeigten Ausfiihrungsform)
einem Klebstoff versehen, wohingegen der Halbleiterchip 103

nur mit der Benetzungsschicht 1503 versehen ist.

Dadurch, dass sowohl der Halbleiterchip als auch der Grund-

korper des Tradgers jeweils mit einer Lotsperre versehen sein
kénnen, wird ein umschlossenes Volumen der durch die jeweili-
gen Lotsperren gebildeten Wannen vergroBert. Sofern die bei-
den Wannen dann aufeinandergesetzt werden, addieren sich die

entsprechenden Volumina der jeweiligen Wannen.

Sofern die jeweiligen Sperren des Tragers und des Halbleiter-
chips eine oder mehrere Wande umfassen, so werden sich nach
einer Ausfihrungsform diese Wande beim Anordnen des Halb-
leiterchips auf den Trager zu einer Wand oder zu mehreren
Wanden zusammensetzen. Diese zusammengesetzte (n) Wand/Wande
ist/sind also nach einer Ausfihrungsform aus den Wanden des
Tragers und des Halbleiterchips gebildet. Die Wand oder die
Wande des Tragers respektive des Halbleiterchips kénnen somit
als Teile der zusammengesetzten Wand respektive der zusammen-

gesetzten Wande bezeichnet werden.

Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugten Ausfih-
rungsbeispiele ndher illustriert und beschriebenen wurde, so
ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele ein-

geschrankt und andere Varianten kénnen vom Fachmann hieraus
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abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu

verlassen.
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PATENTANSPRUCHE

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801,

1201), umfassend:

— einen optoelektronischen Halbleiterchip (103),

— der eine QOberseite (105) und eine der Oberseite (105)
gegenliberliegende Unterseite (201) aufweist,

— wobei zwischen der Oberseite (105) und der Untersei-
te (201) eine Halbleiterschichtenfolge (209) gebildet
ist,

— wobei die Halbleiterschichtenfolge (209) eine aktive
Zzone (211) zur Erzeugung von elektromagnetischer Strah-
lung umfasst,

— wobei an einer der Oberseite (105) und der Untersei-
te (201) eine Sperre (109) fir einen aufgrund eines
stoffschliissigen Verbindens des Halbleiterchips (103)
mit einem Trager (301, 4701, 4901) flieBenden Verbin-
dungswerkstoff (107) gebildet ist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201)
nach Anspruch 1, wobei die Sperre (109) eine oder mehrere
Wande (111, 113, 115, 117) umfasst, so dass mittels der
einen oder der mehreren Wande (111, 113, 115, 117) und
der einen der Oberseite (105) und der Unterseite (201)
zumindest eine zumindest teilweise seitlich geschlossene
Wanne (3405, 3407, 4205, 4207, 4209) zum Aufnehmen des
flieBenden Verbindungswerkstoffs (107) gebildet ist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201)
nach Anspruch 2, wobei zwei Wannen (3405, 3407) gebildet
sind, wobei innerhalb der zwei Wannen (3405, 3407) je-
weils ein elektrischer Kontakt fiir eine elektrische Kon-
taktierung des Halbleiterchips (103) angeordnet ist, wo-
bei die zwei Wannen (3405, 3407) wvoneinander durch eine
oder mehrere geschlossene Wande (111, 113, 115, 117) ab-
getrennt sind, um ein Ausbilden eines Nebenschlusses
durch den flieBenden Verbindungswerkstoff (107) zwischen

den zwei elektrischen Kontakten zu verhindern.
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Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201)
nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei die Sperre
(109) zumindest teilweise mittels der Halbleiterschich-
tenfolge (209) gebildet ist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201)
nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei an der einen
der Oberseite (105) und der Unterseite (201) Verbindungs-
werkstoff (107) angeordnet ist, welcher mit einer Gold

umfassenden Deckschicht (701) wversehen ist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201)
nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei der Halb-
leiterchip (103) ein Laser (4103) ist, wobei die Sperre
(109) an der HR-Seite des Lasers (4103) offen ausgebildet

ist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201)
nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei die Sperre
(109) eine oder mehrere Liicken (2203) zum Entweichen wvon

Luft beim stoffschliissigen Verbinden aufweist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201)
nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei der Halb-
leiterchip (103) ein einen Stegwellenleiter (1301) auf-
weisender Laser (4103) ist, wobei die Sperre (109) beab-
standet zum Stegwellenleiter (1301) gebildet ist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201)
nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei an der einen
der Oberseite (105) und der Unterseite (201) ein oder
mehrere Mesagraben (2403, 2405, 2503, 2505) zum Aufnehmen
des flieRenden Verbindungswerkstoffs (107) gebildet sind.

.Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201)

nach Anspruch 9, wobei einer des einen oder der mehreren

Mesagraben (2403, 2405, 2503, 2505) von einer ersten Fa-
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11

12

13

cette (2603) des Halbleiterchips (103) zu einer der ers-
ten Facette (2603) gegeniberliegenden zweiten Facet-

te (2605) verlauft, wobei dieser eine Mesagraben (2403,
2405, 2503, 2505) zwei jeweils an eine der beiden Facet-
ten (2603, 2605) angrenzende Facettenabschnitte (2607)
und einen zwischen den beiden Facettenabschnitten (2607)
verlaufenden Zwischenabschnitt (2609) aufweist, wobei ei-
ne Tiefe des Zwischenabschnitts (2609) groBer ist als ei-

ne jeweilige Tiefe der beiden Facettenabschnitte (2607).

.Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201)

nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei mehrere als
Laser (4103) ausgebildete und einen Laserbarren (4105)
bildende optoelektronische Halbleiterchips (103) vorgese-
hen sind, wobei die jeweilige der einen der Obersei-

te (105) und der Unterseite (201) der Halbleiter-

chips (103) eine gemeinsame Unterseite (4107) respektive

Oberseite des Laserbarrens (4105) bilden.

.Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201)

nach Anspruch 11 soweit rilickbezogen auf Anspruch 2, wobei
mehrere Wannen (4205, 4207, 4209) an der gemeinsamen Un-
terseite (4107) respektive Oberseite des Laserbar-

rens (4105) gebildet sind, innerhalb welchen jeweils ein

oder mehrere Laser (4103) angeordnet sind.

.Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen Leucht-

vorrichtung (101, 501, 801, 1201), umfassend die folgen-

den Schritte:

— BRereitstellen (5101) eines optoelektronischen Halb-
leiterchips (103), der eine QOberseite (105) und eine
der Oberseite (105) gegeniiberliegende Unterseite (201)
aufweist, wobei zwischen der Oberseite (105) und der
Unterseite (201) eine Halbleiterschichtenfolge (209)
gebildet ist, wobei die Halbleiterschichtenfolge (209)
eine aktive Zone (211) zur Erzeugung von elektromagne-

tischer Strahlung umfasst,
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14

15

le.

17

— Bilden (5103) an einer der Oberseite (105) und der Un-
terseite (201) einer Sperre (109) fir einen aufgrund
eines stoffschlissigen Verbindens des Halbleiterchips
(103) mit einem Trager (301, 4701, 4901) flielRenden
Verbindungswerkstoff (107).

.Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Bilden (5103) der

Sperre (109) ein Bilden einer oder mehrerer Wande (111,
113, 115, 117) umfasst, so dass mittels der einen oder
der mehreren Wande (111, 113, 115, 117) und der einen der
Oberseite (105) und der Unterseite (201) zumindest eine
zumindest teilweise seitlich geschlossene Wanne (3405,
3407, 4205, 4207, 4209) zum Aufnehmen des flieBenden Ver-
bindungswerkstoffs (107) gebildet wird.

.Verfahren nach Anspruch 14, wobei zwei Wannen (3405,

3407) gebildet werden, wobei innerhalb der zwei Wan-

nen (3405, 3407) jeweils ein elektrischer Kontakt fiir ei-
ne elektrische Kontaktierung des Halbleiterchips (103)
angeordnet ist, wobei die zwei Wannen (3405, 3407) vonei-
nander durch eine oder mehrere geschlossene Wande (111,
113, 115, 117) abgetrennt sind, um ein Ausbilden eines
Nebenschlusses durch den flieBenden Verbindungswerkstoff
(107) zwischen den zwei elektrischen Kontakten zu verhin-

dern.

Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 15, wobei die
Sperre (109) zumindest teilweise mittels der Halbleiter-
schichtenfolge (209) gebildet wird.

.Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 16, wobei an

der einen der Oberseite (105) und der Unterseite (201)
der Verbindungswerkstoff (107) angeordnet wird, welcher
mit einer Gold umfassenden Deckschicht (701) wversehen
wird, wobei das Bilden (5103) der Sperre (109) umfasst,
dass S5i0; auf die eine der Oberseite (105) und der Unter-
seite (201) aufgebracht wird, so dass die eine der Ober-
seite (105) und der Unterseite (201) einschlieRlich der
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18

19.

20

21

22

Deckschicht (701) vollstadndig mit Si0; bedeckt wird, wobei
nach dem Bedecken $i0, selektiv von der Deckschicht (701)
entfernt wird, so dass die Sperre (109) zumindest teil-

weise mittels des verbleibendenden Si0O; gebildet wird.

.Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 17, wobei der

Halbleiterchip (103) ein Laser (4103) ist, wobei die
Sperre (109) an der HR-Seite des Lasers (4103) offen aus-
gebildet wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 18, wobei die
Sperre (109) eine oder mehrere Liicken (2203) zum Entwei-

chen von Luft beim stoffschliissigen Verbinden aufweist.

.Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 19, wobei der

Halbleiterchip (103) ein einen Stegwellenleiter (1301)
aufweisender Laser (4103) ist, wobei die Sperre (109) be-
abstandet zum Stegwellenleiter (1301) gebildet wird.

.Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 20, wobei an

der einen der Oberseite (105) und der Unterseite (201)
ein oder mehrere Mesagraben (2403, 2405, 2503, 2505) zum
Aufnehmen des flieBenden Verbindungswerkstoffs (107) ge-
bildet werden.

.Verfahren nach Anspruch 21, wobei einer des einen oder

der mehreren Mesagraben (2403, 2405, 2503, 2505) von ei-
ner ersten Facette (2603) des Halbleiterchips (103) zu
einer der ersten Facette (2603) gegenlberliegenden zwei-
ten Facette (2605) verlauft, wobei dieser eine Mesagra-
ben (2403, 2405, 2503, 2505) zwei jeweils an eine der
beiden Facetten (2603, 2605) angrenzende Facettenab-
schnitte (2607) und einen zwischen den beiden Facettenab-
schnitten (2607) verlaufenden Zwischenabschnitt (2609)
aufweist, wobei eine Tiefe des Zwischenabschnitts (2609)
groRer ausgebildet wird als eine jeweilige Tiefe der bei-
den Facettenabschnitte (2607).
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23.

24

25.

26.

27.

Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 22, wobei meh-
rere als Laser (4103) ausgebildete und einen Laserbar-
ren (4105) bildende optoelektronische Halbleiterchips
(103) vorgesehen werden, wobei die jeweilige der einen
der Oberseite (105) und der Unterseite (201) der Halb-
leiterchips (103) eine gemeinsame Unterseite (4107) res-

pektive Oberseite des Laserbarrens (4105) bilden.

.Verfahren nach Anspruch 23 soweit rickbezogen auf An-

spruch 14, wobei mehrere Wannen (4205, 4207, 4209) an der
gemeinsamen Unterseite (4107) respektive Oberseite des
Laserbarrens (4105) gebildet werden, innerhalb welchen

jeweils ein oder mehrere Laser (4103) angeordnet sind.

Trager (301, 4701, 4901) flir einen optoelektronischen

Halbleiterchip (103), umfassend:

— einen eine Montageseite (305, 4705, 4905) aufweisenden
Grundkorper (303, 4703, 4903),

— wobei an der Montageseite (305, 4705, 4905) eine Sperre
(109) fir einen aufgrund eines stoffschliissigen Verbin-
dens des Halbleiterchips (103) mit dem Trager (301,
4701, 4901) flieBenden Verbindungswerkstoff (107) ge-
bildet ist.

Trager (301, 4701, 4901) nach Anspruch 25, wobei die
Sperre (109) eine oder mehrere Wande (111, 113, 115, 117)
umfasst, so dass mittels der einen oder der mehreren Wan-
de (111, 113, 115, 117) und der Montageseite (305, 4705,
4905) zumindest eine zumindest teilweise seitlich ge-
schlossene Wanne (3405, 3407, 4205, 4207, 4209) zum Auf-
nehmen des flieBenden Verbindungswerkstoffs (107) gebil-
det ist.

Trager (301, 4701, 4901) nach Anspruch 26, wobei zwei
Wannen (3405, 3407) gebildet sind, wobei die zwei Wan-
nen (3405, 3407) voneinander durch eine oder mehrere ge-
schlossene Wande (111, 113, 115, 117) abgetrennt sind.
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28.Trager (301, 4701, 4901) nach einem der Anspriiche 25 bis

29.

30

27,

wobei die Sperre (109) eine oder mehrere LiU-

cken (2203) zum Entweichen von Luft beim stoffschliissigen

Verbinden aufweist.

Verfahren zum Herstellen eines Tragers (301, 4701, 4901),

wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

Bereitstellen (5201) eines eine Montageseite (305,
4705, 4905) aufweisenden Grundkdorpers (303, 4703,
4903),

Bilden (5203) einer Sperre (109) an der Montageseite
(305, 4705, 4905) des Grundkérpers (303, 4703, 4903)
fiir einen aufgrund eines stoffschlissigen Verbindens
des Halbleiterchips (103) mit dem Trager (301, 4701,
4901) flieBenden Verbindungswerkstoff (107).

.Optoelektronisches Leuchtsystem (401, 1203, 1801, 2301),

umfassend:

eine optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 501,
801, 1201), wobei die Leuchtvorrichtung (101, 501, 801,
1201)

einen optoelektronischen Halbleiterchip (103) umfasst,
der eine Oberseite (105) und eine der Oberseite (105)
gegeniiberliegende Unterseite (201) aufweist, wobei zwi-
schen der Oberseite (105) und der Unterseite (201) eine
Halbleiterschichtenfolge (209) gebildet ist, wobei die
Halbleiterschichtenfolge (209) eine aktive Zone (211)
zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung um-
fasst, und

einen Trager (301, 4701, 4901), der einen eine Monta-
geseite (305, 4705, 4905) aufweisenden Grundkdr-

per (303, 4703, 4903) umfasst,

wobei die Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201) gemaB
der Leuchtvorrichtung (101, 501, 801, 1201) nach einem
der Anspriiche 1 bis 12 ausgebildet ist und/oder

wobei der Trager (301, 4701, 4901) gemal dem Tra-

ger (301, 4701, 4901) nach einem der Anspriiche 25 bis
28 ausgebildet ist,
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— wobei der Halbleiterchip (103) mit einer der Obersei-
te (105) und der Unterseite (201) mit der Montagesei-
te (305, 4705, 4905) mittels eines Verbindungswerk-
stoffs (107) stoffschliissig verbunden ist.
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anderen im Recherchenbericht genannten Veréffentlichung belegt werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefuhrt)

"O" Veréffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht

"P" Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist

"T" Spétere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstéandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

"X" Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veroéffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Veréffentlichung mit einer oder mehreren
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung flur einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veréffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
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